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Hacrogmnii cTaHgapT ycTaHABIMBAeT IPAMEHAEMEIE B HayKe, TEXHUKE W MMPOU3BONCTBE TePMHHEL M
oIpeneiacHud (DOTOICKTPHICCKIX TOMYIIPOBOIHHKOBEX IPHEMHHKOB HAIVICHHS H (DOTONPHEMHELY VCT-
POMICTB M TEPMHHHI, ONpeIeneHnd 1 OYKBeHHEBIE 0803HATeHHS (DOTORIEKTPIICCKIX MTAPAMeTPOB H XapaKTe -
PHCTHK.

TepMuHb 1 GyKBeHHBIE 0003HATEHHUI, YCTAHOBICHHEBIE CTAHTAPTOM, 0043aTeIbHEI 79 IPUMEHEHHS B
JOKYMEHTAIHH BCEX BUIOB, HAYYHO-TEXHHYCCKOM, y4eGHOM M CIIPaBOYHOM JIUTE paTypE.

Cramnapt coorsercrsyer CT CHB 2767—80 B 4acTH (QOTONIEKTPHYSCKHX TTOIYIIPOBOIHHKOBBIX IIPHEM-
HHKOB H3nyacHAd (cM. mprotoxenne 2) 1 CT CHB 3787—82 B wacTu pasncena 2.

715 KaskImoro IMOHATHS YCTaHOBICH OTHH CTAHIAPTH30BAHHEIH TCPMHIH.

TIprMeHeHNE TEPMHHOB—CHHOHHMOB CTAHIAPTH30BAHHOTO TEPMHHA 3aIIPEIASTCS.

7 oTIeIbHEX CTAHIAPTH30BAHHBIX TEPMHUHOB B CTAHIAPTE TIPHBEICHE] B KaUeCTBE CIIPABOTHEIX KPaT-
KHe (OPMBI, KOTOPHIE PA3PEINIACTCI MIPHMEHITL B CIyIasax, HCKTIOUAIINX BO3MOKHOCTD X PA3IHIHOIO
TOJKOBAHHA. ¥ CTAHOBICHHEIC OIIPEICICHIS MOXKHO, IIPH HEOOXOIUMOCTH, H3MCHATD 110 (bOpME H3MOKCHI,
HE JOITyCcKas HapyIe HHI IPaHMIT TOHSITHI.

B cranzapre B KadecTBe CIIpaBOYHELX IIPHBCICHE HHOCTPAHHEIE KBHBAJICHTH 71T PAIA CTAHIAPTH30-
BaHHBIX TEPMHUHOB Ha HemMeltkoMm (D), anrmufickom (E) u dpaniysckoM (F) A3bikax.

B cranmapre mmeeTca nprioikeHne 1, comepikaliee o0IIAe MOHATHS, HCIOIb3yeMbIE B 001IacTH (hoTo-
SIEKTPHIECKHX TOTYTIPOBOTHUKOBEIX MPHEMHHKOB H3TYIeHHI W (hOTOIPHEMHBIX YCTPOFCTB.

CTaHgapTH30BAHHEIE TePMWHEI HAOpaHbI MOTYXKAPHBIM IIPHATOM, UX KpaTkas (hopMa — CBETIIBIM.

BykBenHoe ©0C3HauYeHHE

Tepnvmu pyCCKOE MEKIYHA- Onpenenesne
POITHOE
1. PoTO9YBCTBHTENbHBIH NOMYIPOBOIHHKO - — — lonynpoBonHHKOBELT NpHbGOp, TVB-
BuIil npHOOP CTBUTENBHEIN K 3IEKTPOMATHUTHOMY HATY-
D. Photoempfindliches Halbleiterbauele- YEHWIO B BUAMMOI, HIdpaKpacHoii i (rurm)
ment yneTpadgroneToBoil 0bMACTIX CreKkTpa

E. Photosensitive semiconductor device
F. Dispositif semiconducteur photosen-

sible
2. DOTOIIEKTPHICCKHI NOMYIPOBOIHHKO- — — PCOTOTYBCTBUTETBHEN TIONVIIPOBONF -
BLIil IPMEMHHK H3TYYEHHS KOBBIT npHbOp, MPHHLNNT AeHCTBIN KOTO-
OHOIIII POro OCHOBAH HAa BHYTpeHHEeM GoTo3hdeK-
D. Halbleiterphotoelement T¢ B IIONYIIPOBOIHIKE

E. Photoelectric semiconductor detector
F. Détecteur a semi-conducteur photo-
électrique

Wananue opuuuansnoe ITepeneuyaTka Bocnpemena
*

Hzoanue ¢ Hamenenuem Ne 1, yvimeepacOennvm 6 ageycme 1984 2. (HYC 12—84).
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3. @oTonpHEMHOE YCTPOHCTEO
DIV

QPOTOYYBCTBUTENBHEI MONYTTPOBOTHN -
KOBBIH IpUGOp, COCTOAIII 13 QrOTORNEKT-
PHMYECKOTO MOMYITPOBOTHUKOBOTO MPHEMHH-
Ka MATYICHUS ¥ CXEMEI [IPENBAPHTENEHOTO
yeuneHus (POTOCHTHANA B THOPHIIHOM FITH
WHTETPANBHOM HCIIOJIHEHHH, O0BEIHHeH-
HBIX B &MHYIO KOHCTPYKITHIO

BUABLL ®OTOIJNEKTPUIECKHUX ITOJYIIPOBCGIHUKOBBIX IIPUEMHUKOB N3JIVUEHWA

4, MuorocneKrpanbHbiii (oToINeKTPHIEC-
KMl NOJYNPOBOJHHKOBLIA NPHEMHHMK M3Iy4e-
HHA

Muorocnexkrpaneaeni ODIITT

D. Multispektralphotoempfinger
E. Multi-band photodetector
F. Photodétecteur a plusieurs gammes

5. OanosneMenTHbI (POTOINEKTPHIECKM
NOAYNPOBOTHHKOBLIH NPHEMHHK H3TY4EHHS

Oprosnementaoii GOTITT

D. Einelementphotoempfinger
E. Single-element detector
F. Détecteur a ¢lément unique

6. MHOrosnieMenTHRIH POTOINEKTPHYECK A
NONYOPOBOIHUKOBLIA NPHEMHMK HITYYEHUS

Mroroznementren OHIITT

D. Vielelementphotoempfinger
E. Multi-element detector
F. Détecteur multiple

7. KoopamHaTabiil QoTosneKkTpHiecKuil no-
JNYNPOBOIHUKOBLIH OPHEMHUK H3NY4eHHS
Koopmmaaraedt GOIIIT
D. Ortsempfindlicher Photoempfinger
E. Position-sensitive detector
8. Terepoaunnbiii HoOTOIMEKTPHYECKHHA NO-
JNYNPOBOTHUKOBLIA TPHEMHUK H3INY4eHHS
Terepomuuneii OITITT
D. Uberlagerungsphotoempfinger
E. Heterodyne detector
F. Détecteur hétérodyne
9. ImmepeHoHHbiH POTOIICKTPIICCKHI no-
JAYNPOBOTHUKOBLIA TPHEMHUK H3INY4eHHS
Hmvmepcrnonmeni OOITIT
D. Immersionsphotoempfinger
E. Immersed detector
F. Détecteur a immersion
10. MoropezncTop
D. Photowiderstand
E. Photoconductive cell
F. Cellule photoinductive
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QOTONEKTPHISCKITH TTOYIIPOBOIHIKO-
BBl MIPHEMEMK IATYISHIS, COMepKarii
JBa 1 Gonee GOTOUYBCTBHTEILHLIX 2JICMEH-
TOB C PA3IHTHBIME IHATIA30HAMK CIIEKT-
PAILHON YYBCTBHTEILHOCTH

DOTOMEKTPHISCKIH TTIOTYITPOBOIHIKO -
BBIH MPHEMHNK FATYICHAA, COMEPKAMII
oA (HOTOTYBCTBHTEIHHBIA BIEMEHT

DOTONMEKTPHISCKIH TTIOTYITPOBOIHIKO -
BB MPHEMHIK IATYICHN ¢ CicioMm do-
TOUYBCTBHTENBHBIX BIEMEHTOB DOJIBIIE O -
HOTO.

IIpumewanne Honyckaercs mpr-

MEHATL TEPMHH «IByX-, TPEX-, YETHI-

PeXIIEMEHTHEL> (BOTORNSKTPIHIECKHH

TIONYTIPOBOIHIKOBEI MTPHEMHHK 3Ty -

YIS

DoTo3NeKTPIIeCKHH TONYIPOBONHHKO-
BB MIPFEMHIK I3JIYICHNS, [0 BHIXOLY CHT-
HAJIA KOTOPOro OLPENEsioT KOOPLHHATHL
CBETOBOTO TNMATHA Ha (OTOTYBCTBHTEIHHOT
MOBEPXHOCTH

DOTORMEKTPIICCKHH TTONYIIPOBOIHAKO-
BBIH TIPHEMHIK F3TYIeHTIs, MPeIHa3HaAdeH -
HBIH T TETePONMHAOrO TIPHEeMa H3ITyde-
HHSA

DoTo3NeKTPIIeCKHH TONYIPOBONHHKO-
BBIH MPHEMHNK FATYICHAA, COMEPKAMII
HMMEPCHOHHEL CHTHAT

DOTOEKTP HISCKH I ITOTYIIPOBOIHIKO-
BEIfl NPHEMHIK H3TYIeHNs, IIPHHITINI Heii-
CTBHS KOTOPOTO OCHOBAH Ha 3thdexre ¢o-
TOIIPOBOIAMOCTH
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11. dorogmon
D. Photodiode
E. Photodiode
F. Photodiode

12. p—i—n doTonuon
D. Pin-Photodiode
E. Pin-Photodiode
F. Pin-Photodiode
13. ®oromnon ¢ dapsepom IlorTkn
D. Schottky-Photodiode
E. Schottky-Barrier-Photodiode
14. Goroxnoa ¢ reTeponepexoaom
D. Photodiode mit Heteroiibergang
E. Heterojunction photodiode

15. JIagnnnsiii doToanon
D. Lawinenphotodiode
E. Avalanche photodiode
F. Photodiode a avalanche

16. MnxeKunoHHbIH (BOTOXHO

D. Injektionsphotodiode

E. Injection photodiode

F. Photodiode d’injection
17. @oTorpaHzHCTOP

D. Phototransistor

E. Phototransistor

F. Phototransistor
18. ITonegoii hoTOTPAHIHCTOP

D. Photofeldeffekttransistor

E. Field effect phototransistor

F. Phototransistor a effet de champ
19. Bunoxspuwiii doToTpanzucrop

D. Bipolarphototransistor

E. Bipolar phototransistor

F. Phototransistor bipolaire
20. OxnaxnaemMbiii POTORNEKTPHIECKMH NO-
JNYNPOBOTHUKOBBIH TPHEMHUK W3MTY4EeHHS
Oxraxpaembrit GOIILT

D. Gekiihlter Photoempfinger

E. Cooled detector

F. Photodétecteur refroidi

BUALI ®

21. Oanosnementioe GoTONPHEMHOE YCTPOI-

CTBO

Onrowemenraoe OITY
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Tlomympo BOAHAKOBEIA VO C p—H TIe-
PEXOIOM MEXNY NBYMS THITAMEH IOIYIPO-
BOJHHKA MK MEXIY TONYIPOBOIHHKOM
METAJUIOM, B KOTOPOM MHODIOMIEHIE W3TY-
YEHI, MPOHCXOUsIEe B HENOCPEICTBEH-
HO OGIM30CTH Hepexona, Be3psacT GoTo-
ranpBaHIecKui 3¢hdekT

dotonuon, AHPOYHAH W BIEKTPOHHAH
00IACTH KOTOPOTO Pa3/IENeHbl CIOEM Ma-
TepHaNa ¢ MPOBOAMMOCTBIO, OGIH3KOH K
cobeTBeHHOH

GoTonro, 3AMMPAIOIN CI0H KOTOpO-
ro 00pa3oBaAH KOHTAKTIOM IONYIPOBOLHI-
Kd ¢ METAUIOM

@oTonioN, NEKTPOHHO-IBIPOTHEIL
TIepexos; KOTOporo odpasoBaH OBYMS IIO-
AYIPOBOIHUKOBLIMH MATEPHANAMHE C pas-
HOW IAPHHON 3anperieHHOH 30HbI.

MMpumeganue. llepexoq wmoxer

OBITE 06pPA30BAH CIOXHBIMI TTOIYIIPO-

BONHUKOBBIME COSTMHEHNAMI C H3ME-

HAIOMENRCH  MIUPHHOA 3anpelneHHoi

30HbI

@oTOMNOA ¢ BHYTPECHHUM YCHITHEM,
NPHHINIT JeHCTBIS KOTOPOro OCHOBAH HA
SIBIEHWH YIAPHOH HOHW3AIINY aTOMOB (O-
TOHOCHTENAMH B CHIEHOM e KTPIHYIECKOM
none

@oronnon, paboTaomuil B pexume
BHYTpeHHETO YCHIeHUs (OTOCHTHANA 34
CYeT MHKESKIHH CBOOOIHEIX HOCHTeNeH 3a-
psiaa

Tpamsucrop, 8 KOTOPOM HCHONIB3VET-
cd QoTosnekTprdecKuil acdekT

@oTOTPARINCTOP, DOTOUYRCTBHTENE-
HEI 31eMeHT KOTOPOTO COIEPXHT CTPYK-
TYPY [OJISBOTO TPAH3NCTOPA

@oToTpar3ncTop, DOTOTYBCTBHTEND-
HEBIHA 3JIEMEHT KOTOPOro CONEPKUT CTPYK-
TYPY OHMIIONAPHOro Tpam3ucTopa

DOTO3MEKTPHISCKIA TTIOMYTIPOBOIHH -
KOBBII MPHEMHUK W3TYYeHWs, paGoTaro-
MHH CO CHEHANTEHON CHCTEMOMN 0XITasK e -
HUA IS MOHIKEHNA TeMIepaTypsl GoTo-
QYBCTBHUTEIBHOTO B3IEMEHTA

OTONMPUEMHBIX YCTPONCTB

QoronpreMroe YCTPoiicTBO, B KOTO-
POM HCITONB3YETCA ONHOIEMEHTHEI Gho-
TONEKTPHICCKIH HONVIIPOBOLHHKOBEIL
MPHEMHITK MY ICHHS
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22. Muoroanementnoe oTonpueMHoe ycr-
POHCTBO € PA3ICICHHLIME KAHAJIAMM

Mroroanementroe OITY ¢ pazmenerAbiMii
KaHAJIaAMKI

23. Muoroanementnoe oTonpueMHoe ycr-
POHCTBO ¢ BHYTPEHHEH KOMMYTANMER

Mruorosnementaoe @®IIY ¢ BHyTpeHHEH
KOMMyTaLMei

24. MuorocnekTpaisnoe )OTONpHEMHOE YCT-
POHCTBO
Muorocnekrpansioe OITY

25. @OTOYYBCTBUTENLHBLIH NONYIPOBOTHHKO -
BbIH CKAHMCTOP

26. Oxnaxnaaemoe GoronpueMHoe yCTPOHCTEO
Oxnaxnaemoe DITYV

27. MonoiuTHoe )OTONPHEMHOE YCTPOHCTEO
Monomutroe @ITY

28. Tubpuanoe hoTonpHEMHOE YCTPOHCTBO
TuGpuaroe OITV

@oTonpueMHOE YCTPOHCTBO, HMEIOIIEE
nsa u bonee GOTOUYBCTBUTENBHEIX JIEMEH -
T4, C HE3aBHCHMOH 0bpaboTkoil doTocur-
Hama, CHEMAEMOIO ¢ KAXKIOro 3jeMeHTa,
W YHCIOM BBIXOJOB, PABHBIM 9HCHy GOTO-
YYBCTBUTEILHBIX 3JIEMEHTOB

@oTonpueMHOE YCTPOHCTBO € YHCIOM
QoTOTYBCTBHTENEHEIX 2JIEMEHTOB JBA |
bonee, B KOTOPOM TPOWCXOANT KOMMYTa.-
L WX CHTHAIOB TaK, YTO BHIXOHOB (GOTO-
TIPHEMHOTO YCTPOICTBA MEHBIIE, YEM YHC-
710 GOTOTYBCTBHTENLHEIX 3IIEMEHTOB

@oTonpHeMHOE YCTPOHCTBO, COMEPKA-
mee MHOIOCHEKTPaNbHEH QOTORIEKTPH-
YeCKMH TIONYIPOBOJAHUKOBEII MPHEMHHK
W3IIY9CHIS

@COTOUYBCTBUTETBHEIA TIOMYTIPOBOAHH -
KOBEIA 1Iprbop, IpHHANNAN AefcTBHI KOTO-
pOro OCHOBaH HA BHYTPEHHEM HETIPEPHIB-
HOM CKAHWPOBAHIH [10JIH H300pae s IIpy
HoJaye Ha YIPaBJISIONHE TSKTPOILL IIPH -
OOpEI MIIOCOPA3HOrO HAIPSAKEHNS pas-
BEPTKH

@oTonpueMHOe YCTPOHCTBO, B KOTO-
poM s oGHApYXEeHHS W (HIH) HU3Mepe-
HUS ONTHYECKOTO M3MYIEHHS HCIIONB3YET-
Csl OXIAXKAAeMBIH QOTONEKTPHYECKII TTO-
NYIPOBONHHKOBEI NPUEMHHK WATYYeHIL

@oTonprHeMHOe YCTPOICTRBO, BBIION-
HEHHOE EIHHEIM TEXHOIOTHYECKUM LIHKIIOM
HA eMHOM KPHCTAIIIE WM HOUIOKKE

@oTonprueMHOe YCTPOHCTBO, BHIMOJI-
HEHHOE OOBENWHEHVEM B EAMHOH WHTET-
paneHOR cxeme gacTell, MOMYyYeHHBIX ITY-
TeM Pa3NHIHBIX TEXHONOTHYECKHK [IIKIOR

PEXHWUMBI PABOTBI POTODJNEKTPHYECKOT'O IIONYIIPOBOJHUKOBOT'O IIPUEMHHKA
M3YYEHNAA U (W) ®OTOMTPUEMHOTI'O YCTPOVICTBA

29. PexuM orpanmaenusd QuykTyanusaMu yuc-
Ja ¢oroHoB (oHA (DOTOINCKTPHICCKOIO NO-
JAYNPOBOTHUKOBOIO TIPHEMHUKA MIMY4eHHS

Pesxim OD

D. Durch Hintergrundquantenfluktuation
begrenzter Zustand des Photoemp-
fingers

E. Background limited photodétector

F. Régime photodetecteur infrarouge li-

mite par le rayonnement ambiant

30. Pexxum onTtuueckoil renepanuu ¢oto-
JEKTPHYECKOTO NOJYOPOBOAHNKOBOIO IPHEM-
HMKA M3NYYEHUS

Pesgyinve O

14—-203

Venosus, TPH KOTOPBIX 0OHAPYXHATENb-
Has croco0HOCTh (OTOIEKTPUIECKOIO
TTOIYTIPOBOTHUKOBOTO MPHEMH KA H3Tyde-
HHg onpegensiercs GIYKTYAIFSMI THCTA
(GOTOHOB TENIOBOTO W3NydeHud GoHa

Pexum padoTel QOTORNEKTPHYECKOTO
TOMYIPOBOLHUKOBOIO IPUEMHHKA H3Tyde-
HUS, MPH KOTOPOM YHCITO CBOOOIHBIX HO-
cuTeneil 3apsna, reHepHUPOBAHHEIX H3ITYIe-
HHUEM, TPEBLINEET YUCIO TEPMHYECKH Te-
HEPHPOBAHHELX HOCHTeNeil
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31. Pexum rtepmmuecKoil renepanun ¢oro-
SJIEKTPHYCCKOI0 NOIYIPOBOIHAKOBOTO NPHEM-
HUKA H3JMyYeHUs

Pexum TT

32, @OoTOAHOAHBI PeKHM
D. Sperrvorspannunsbetriebsweise der
Halbleiterphotovoltzelle
E. Back-biased mode of photovoltaic de-
tector operation
F. Régime de fonctionnement du détec-
teur photovoltaique au contretension
de polarisation
33. JIagunubpii peskuM padorsl doToanoaa
D. Trigerlawinenzustand der Photodiode
E. Avalanche mode of photodiode opera-
tion

34, @oTOrANLBAHHYECKHH PERUM
D. Nullvorspannungsbetriecbsweiese der
Halbleiterphotovoltzelle
E. Zero-bias mode of photovoltaic detec-
tor operation
F. Régime de fonctionnement du détec-
teur photovoltaique
35. PexuM padoTsl hOTOTPAHIMCTOPA € NAA-
Baomei da3oi
D. Phototransistorbetriebsweise mit of-
fener Basis
E. Floating-base phototransistor opera-
tion
F. Régime du phototransistor de basis
flottante
36. Peaim KOPOTKOro 3aMbIKAHNS (hoT02IeKT-
PHYECKOr0 NONYNPOBOIHHKOBOIO NPHEMHHK:
M3TYYeHHs
Pesgriv KopoTkoro sameikans MOTIIT
D. Kurzschlussbetrieb des Phtoempfin-
gers
E. Short-circuit mode of detector opera-
tion
F. Fonctionnement du détecteur a court-
circuit
37. Pexum XonocToro xoaa (oro3iaekTpH-
YECKOT0 MNOJYNPOBOAHHKOBOr0 NPHEMHHKA
MIIY4eHHs
Pexum xonocroro xoga MOTITI
D. Leerlaufbetrieb des Photoempfingers
E. Open-circuit mode of detector opera-
tion
F. Fonctionnement du détecteur a circuit
ouvert
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Pexum paGoThl GOTOSNEKTPHIECKOTO
TMOXYIPOBOOHIKOBOTO MPHEMHIIKA H3TYIE-
HISL, TIPH KOTOPOM THCI0 CBOOOOHEIX HO-
cuTenel 3apAna B OTCYTCTBHH TIOJIE3HOTO
CHIHANa ONPENENsIeTCA TONLKO TePMHYEC-
KO reneparuen

Pexum paboter groTogroga 6e3 BHYT-
PEHHETO YCIIEHIS IIPH paboyeM HANIPSTKE-
HUW, OPHIOKEHHOM B 0OpaTHOM HAIpaB-
TEeHWUH

Pexum pabotsr GoToayona © BHYTPEeH-
HHUM YCHIEHHEM, KOTOPLIH obecreyuBaeT-
CSl MABHHHBIM PA3MHOXKEHIIEM HOCHTENed
3apsiia MPpH OOpATHOM CMELICHWH 3MeKT-
POHHO-LLIPOYHOIO Nepexona

Pexum pabotol goTommoaa 6e3 BHEI-
HETO HMCTOYHHKE HANPAKECHIH

Pexum  paGorsl Gunonapaoro ¢oTo-
TPAH3NUCTOPA [IPH PA3OMKHYTON eni 6a3bl
C 3aNHUPAOIINM HATIPAKEHHEM Ha KOJUIEK-
TOpE

Pexxum paGoTel OTO3NEKTPHUECKOTO
TIONYIPOBOAHHKOBOIO MPHEMHHUKA H3TyIe-
HVS, TIPH KOTOPOM BHEIHEe HArpy304YHOe
COIIPOTHBIIEHNE TIPEHEOPENRIMO MAIO 110
CPABHEHHWIO € BBIXOAHBIM THHAMHIECKITM
comporuenernem ODIIII

Pesxxum paGothl  GOTO3NEKTPHUECKOTO
TTONYIPOBOHHUKORBOTO TIPHEMHHMKA H3Tyde-
HUS, [PH KOTOPOM BEDXONHOE THHAMITIEC-
xoe conpotusnerne GITITT mpereGpex -
MO MAJI0 TI0 CPABHEHMIO C COMPOTHBIE-
HUEeM HArpy3Ku
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38. Pexum paborhl (hoTOINEKTPHIECKOTO NO-
JNYOPOBOAHMKOBOr0 HPHEMHMKA W3IYYCHMS C
COrMACOBAHHON HATPY3KOH

Pesxriv paGoror MOIII ¢ cornacosaHioil
HATPY3KOH

D. Photoempfingerbetriebsweise bei An-
passung

E. Matched impedance mode of detector
operation

F. Régime de fonctionnement du détec-
teur du resistance de charge

39. PeskuM ONTHIECKOTO rETEPOANHHOTO IHe-
Ma (POTOBNEKTPHYIECKOI0 NONYIPOBOIHHKOBO-
I0 OPHEMHHKA W3LYYeHus:

Peskrm onTHYeCcKOTO reTepoiHHHOro rpHe-
ma OBIIII

D. Photoempfingerbetriebsweise  bei
Uberlagerungsempfang

E. Heterodyne reception mode of detector
operation

F. Régime de fonctionnement du détec-
teur operation

Pexnm paboTsl GOTORNEKTPHUIECKOTO
TOYIIPOBOIHIIKOBOIO MIPHEMHIKA HATYIe-
HWS, MPH KOTOPOM COMPOTHBIEHUE HATPY3-
KU PABHO BHIXOLHOMY IMHAMIIECKOMY CO-
npotrenenio OIIIII

Pexunv paGoTel GOTORNEKTPHIECKOTO
TTOJIYTIPOBOIHHKOBOIO TIPHEMHNKA HAITYIE-
HWA, IIPH KOTOPOM IIPOHCXOIUT CMEIIEHHE
MOJIE3HOT0 CHTHANA ¢ CHIHAJIOM OT IETe-
pOAMHA, 33 CUET YEro JOCTHUIACTCH VCIIe-
H¥e TIONe3HOTO CHTHANA

KOHCTPYKTUBHBIE SJIEMEHTBI ®OTO3JIEKTPHUYECKOTO ITOJYITPOBOAHUKOBOT'O
IMTPUEMHWKA U3TYYEHHUA W ®OTOITPUEMHOTO YCTPOWCTBA

40. doTOUYBCTBMTENLHLIH 3MeMeHT hoTo-
SNEKTPHYECKOTO NOMYIPOEOIHUKOBOTO OpHEM-
HHKA HATY9eHHs

POTOTYBCTBHTETbHBI DIIEMEHT

D. Lichtempfindliches FElement eines
Photoempfingers

E. Detector sensitive element

F. Elément sensible du détecteur

41. Buipoa ¢oTodneKTpuuecKkoro noaynpo-
BOJHMKOBOT0 NPHEMHHKA W3Iy4CHHS

Brisog GIIITI

D. Photoempfingeranschluss
E. Detector terminal
F. Branchement du détecteur

42. KoHTaKT (JOTOUYBCTBUTEILHOIO HIEMEH-
Ta (JOTOINEKTPUYECKOTO NONYNPOBOTHHKOBO-
ro NPUEMHAKA HITyICHHS

KoHTakT GoTOTYBCTBHTENBEHOIO 3JIEMEHTA

43. Kopnyc (OTOINEKTPHYECKOTO NONYNPO-
BOJHMKOBOT0 NPHEMHHKA W3Iy4CHHS
Kopmoye ©DIIIT
D. Photoempfingergehause
E. Photodetector package
F. Boitier du détecteur
44, UmMMepecHOHHDBIH 3JIeMeHT (OTOINCKTPH -
YECKOT0 NOTYNPOBOHHKOBOTO NPHEMHHKA H3-
JIyaeHust
Hmmepcronnsiii snement OITITT
D. Photoempfingerimmersionselement
E. Detector optical immersion element
F. Elément 2 immersion du détecteur

14
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YacTh MOHOKPHCTAIA MW TIONYIIPO-
BOIHWKOBOIO CJIOS, OBNANAKIIEro CBOMi-
ctBaMM  BHyTpeHHero  dotosddexTa,
HMEIEero onpegeneHHyio Gopamy, pacio-
JOKEHWE M TEOMETPHYECKHE PasMepsl U
NpenHa3sHaYe HHAs A7 [IPREMA OIITHIeCKOo-
TO H3TYICHIS

SDneMenT KOHCTPYKITHE Kopryca dhoTo-
NEKTPHIECKOTO TONYIIPOBOAHIKOBOIO TIPY-
EMHUKA W3TYYEHUA, HEOOXOMUMBIH 1a
COEQMHEHISL COOTBETCTBVIOMIETO BIEKTPO-
J1a. ¢ BHEIHEN IEKTPHYECKON IEMBI

YaacTok QOTOTYBCTBHTEIEHOTO Ae-
MeHTa, 00ECTEeYnBAIOIIMI 3NEKTPHYECKYIO
CBA3h BHBONA POTOINMEKTPHIECKOTO IO~
TPOBOSHIKOBOIO IIPHEMHMKA WATYICHIS C
GOTOYYBCTBHTENHHBIM BIEMEHTOM

YacTs KOHCTPYKIHH QOTOSIEKTPHYEC-
KOr0 TONYIPOBONHHKOBOTO TIPHEMHIKA
HANYIeHS, TPEeqHA3HAYCHHAS AT 3aLi-
61 @OIIII oT BO3MERCTEIA OKpYKArOIeit
CpeAbl M MPHCOESTHHEHUA €r0 K BHETHIM
CXEMaM ¢ TIOMOIUBI) BLEIBOLOB

ONTHISCKIi 2NeMEHT, HAXOIAMIICA B
ONTHYECKOM KOHTAKTE ¢ (POTOIYBCTBUTENb-
HBIM 3IEMEHTOM (QOTO3IEKTPIYECKOTO
TOTYTIPOBOTHUKOBOTO MPHEMHWKE M3TY9e-
HES M CTY3KAIII 11 KOHIEHTPALIIN 0~
TOKA HM3MYIeHIA
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45, Iloanoxxa QOTOINEKTPHICCKOIO MONY-
NPOBOAHNKOEOI0 NPHEMHHKA H3My4CHUA
Tloznoxka MITITI
D. Schichttrager des Photoempfingers
E. Detector-film base
46. Bxoanoe okHo (YOTOIIEKTPHYECKOTO NO-
JAYNPOBOTHUKOBOTO NPHEMHUKA MBTY4eHUS
Bxonnoe oxro D3I
D. Photoempfingereingangsfenster
E. Detector window
F. Fenétre du détecteur
47. Aneprypuas auadparma oTosnexTpaiec -
KOI0 NOJYNPOBOAHMKOBOIO NPHEMHMKA M3IY-
yeHus
Aneprypuas muagparma ©ITITT
D. Aperturblende des Photoempfingers
E. Detector aperture stop
F. Diaphragme d’ouverture du détecteur
48. Bpixoa (hoTOnpHEMHOro YCTPOHCTEA

KonctpykTusHbIl 3nemeRT GOTORIEKT-
PHYECKOTO MONYIPOBOLHIKOBOIO IIPHEMHIL-
K4 U3IyUeHNs, HA KOTOPHI HAHOCHUTCS
(GOTOYYBCTBUTENLHBIN CT1OH

OnTryecKii NeMeHT, BXOOSIINA B KOH-
CTPYKIHID KOPIyca (POTOINEKTPUYECKOTO
MONYTIPOBOAHUKOBOTO MPUEMHMKA H3y4Ye-
HHA W MPONYCKAIIINA HanyaeHne K GoTo-
CYBCTBUTEJILHOMY SJEMEHTY

KoHCTpYKTHBHEIH 21EMEHT, Orpanudi-
B 3tbeKTHEHOE TOJE 3peHNs GoTo-
BNEKTPHYECKOTO MONYITPOBOIHIKOBOTO TIPH-
EMHUKA W3TYIEHIS

Yacts doTONpHEMHOrO yoTpolicTea,
obecreunpaOIas CBI3b GQOTONPUEMHOIO
VCTPOMCTBA € BHEIMHEH 3IeKTPUIecKoi
LETIBI0

TAPAMETPLI HAITPAKEHWU Y, COMMPOTUBJIEHWH, TOKOB ®BIIII

49, Pabouee nanpaxenne OIHIIIT
D. Betriebsspannung
E. Operating voltage
F. Tension de régime
Tension de service
50. ITpodusnoe Hanpsxenue HoTOAMOAA
D. Durchbruchspannung einer Photo-
diode
E. Breakdown voltage of a photodiode
F. Tension de claguage de photodiode
51. MAKCHMAJILHO J0ONYCTHMOE HANPAKECHHE
DOIIIII
D. Maximal zulissige Spannung
E. Maximum admissible voltage
F. Tension maximale admissible

52, DHEKTPUYEcKas NPOYHOCTh MIOAAINUM
DOHBIIT
D. Isolationsfestigkeit
E. Insulating strength
F. Rigidité d’isolement
53. InddepeHnnanbHoe INEKTPHICCKOE CO-
nporusnenne OIHIITL
D. Differentieller electrischer Widerstand
E. Differential electrical resistance
F. Résistance differentielle électrique
54. Cratnueckoe conporusienne OHTITT
D. Statischer Widerstand
E. Static resistance
F. Résistance statique

"3
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U

op

IlocTosiHHOE HanpstKeHHe, IIPHITOKEH-
noe K DITITI, npu KoTopoMm oGecregynna-
1OTCSL HOMFHAJBHEIE MAPAMETPEI [IPH IIH-
TeNBHOM ero paboTe

3Hauenue 0OpaTHOrO HATPAXEHUA, HE
BEI3BIBAIOLIEE IPOOOIH (oToaNOna, IPH KO-
TOpOM 0OpaTHblii TOK GOTOANOAA JOCTH-
TaeT 3a0AHHOI0 3HAYCHUS

MakcumanbHoe 3HAYCHNE TOCTOSHHO-
IO HanpsKers, mprioxerroro k GOTIIII,
TIPH KOTOPOM OTKJIOHEHNE 6o MApaMETPOB
OT HOMWHAIBHBIX 3HAYEHWA HE TPeBbI-
IIEAET YKA3AHHBIX PEACIOE MIPH I TEIEHON
ero pabote

MakcHManbHO NOMYCTAMOE HANpsXKe-
HYe MeXY BRIBOAaMK 1 Koprycom MATIT,
TIPH KOTOPOM B TEUEHIE [JIHTEIBHOIO Bpe-
MEHIL HE TIPOUCXONNT [IPOOOS MI30ISIIIIN TN
YMEHBIUEHIS COIPOTHUBIEHSA 30

OtHoIeHEe MATEX MpHpAreHui Ha-
npsokerrs 1 Toka ma OBIITT

OTHOIIEHIE TOCTOSHHOTO HAPSKEHIA
DIOIIII K npoxoIAmeMy Jepes Hero mocTo-
SHAOMY TOKY
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Tepmuu pyceKoe MeKIYHA- OmnpenenecHue
POIHOE
55. Temnopoe conporusnenne OIHIIII R R, Conporusrenne ®OIIII g oTcyTeTBIE
D. Dunkelwiderstand NAAAX0MEro Ha HETO HATYICHIS B IHAIA30-
E. Dark resistance HE €ro CreKTPanbHOMH IYBCTBHUTEIBHOCTI™
F. Resistance d’obscurité
56. Conporupiaenne (oTOANOAA NIPH HYIEEOM R, R, Conpotupnerne GOTOANOAA IO TOCTO-
CMElEHHH AHHOMY TOKY BONW3H HYJIEBOM TOYKH BONLT-
D. Nullpunktwiderstand einer Photodiode AMTIEPHON XaPAKTEPUCTHKA TIPY MANbIX Ha-
E. Zero bias resistance of a photodiode TpscKerrsx eMermenms (okono 10 mB) mpw
F. Résistance du point zéro de photo- OTCYTCTBAM OONydeHHWH B NHANA30HE E&T0
diode CIEKTPATILHON UYBCTBUTEIBHOCTI™
57. Ceeropoe conporusienne DIHTITI Ry Re, Ry Conporuenenne POIIIT npu Bo3zmeii-
D. Hellwiderstand CTBHH HA HETO IOTOKA M3IVUCHHT B JHATIA-
E. Resistance under illumination 30HE €ro CINEeKTPATHHON YYBCTBHTETLHOC-
F. Résistance sous éclairement ™"
58. Temnoroii Tox ©ITIIT I I; Toxk, mpotekawommii yepe3 GBI npu
D. Dunkelstrom VKA3AHHOM HANPAKEHUW HA HEM B OTCYT-
E. Dark current CTBHE TIOTOKA W3INYYEHHUHA B JHANA30HE
F. Courant d’obscurité CIEKTPATILHON UYBCTBUTEIBHOCTI™
59. ®otorok DI ch {D Tok, npoxogamit vepes OHTITT npu
D. Photostrom VKA3AHHOM HAMPAXEHHH HA HeM, 00yCI0B-
E. Photocurrent JIEHHDBN TOJIEKO BO3MEHICTBHEM ITOTOKA H3-
F. Photocourant NVIeHUS ¢ 380AHHBIM CIEKTPATEHBIM pac-
TpeneTecHHEM.
IIpusmeganue Kpome paBrO-
BECHOTO TEIUIOBOTO WATYYEHUS TIPH 3a-
IanHOM TeMmeparype B 3MOEKTHBHOM
none 3perusg G
60. O0mmii Tox GIIIII Lt 10 Tox ®IIIII, cocToammil 13 TeMHOBO-
D. Gesamtstrom ro Toka u GOTOTOKA
E. Total current
F. Courant total
61. Hanpaxenue dorocurnana GHIIII U, A HMamernenme manpaxenrda ma OOBIITI,
D. Photosignalspannung BBI3BAHHOE AefictBuem Ha GITITT moToka
E. Photoelectric signal voltage W3NYIeHUHA UCTOYHUKA (POTOCUTHANA.
F. Tension de signal photoélectrique IIpumeganwne. Tak kak no nepe-
MEHHOMY TOKY HATPY3KA ODBITHO IIOX-
xmoaera napamensio ODIII, To \a-
npsiKeHie GOTOCHIHANA MOXKHO H3ME-
PATL HA HArpyske
62. Tok drorocurnana PHIITI I I Mamernernme toxka B e OIIIT], BL3-

63.

64.

D. Photosignalstrom
E. Photoelectric signal current
F. Courant de signal photoélectrique

panroe geiicreueM Ha OITITT nmoroka us-
MYIeHHS MCTOYHHMKA (DOTOCHTHATA

ITIAPAMETPHI HYBCTBUTENBHOCTH POIIIT**

Yyscreurensnocrs GOIIII
D. Ansprechempfindlichkeit
E. Responsivity

F. Réponse

Yypereuremsnocts DI k noToKy uz-

AYIEHHS

D. Strahlungsflupempfindlichkeit
E. Radiant flux responsivity
F. Réponse au flux énergétique

hY
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Y

=

OTHOIMEHNE HAMEHASHIA WISKTPHIECKOT
BeTHIUHLL Ha Boxone OBTITI, Br3Bammo-
r0 HAJAIONIHMM Ha HErO HATYIeHIeM, K KO-
JTHYSCTBEHHON XapaKTepHCTHKE 3TOTO W3-
JYIeHNst, TIPeICTABIeHHON Toboi sHepre-
THYECKOH WITH (QOTOMETPHYECKON BeTHIV -
HOIT
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65. Uyscreurensnocrs PIHIII k ceeTosomy
NOTOKY
D. Lichtstromempfindlichkeit
E. Luminous flux responsivity
F. Réponse au flux lumineux
66. Tyecteureasnocts @I k obayuenno-
cTH
0. Bestrahlungstirkeempfindlichkeit
E. Trradiance responsivity
F. Réponse a I'éclairement énergétique
67. Yypcreurensnocts ©PIIII k ocsewen-
HOCTH
D. Beleuchtungsstirkeempfindlichkeit
E. Nlumination responsivity
F. Réponse a éclairement lumineux
68. Tokoeas uyscreuTenLROCTL OHIITT
D. Stromempfindlichkeit
E. Current responsivity
F. Réponse en courant
69. BonbroBas yysersurensHocts PHIII
D. Spannungsempfindlichkeit
E. Voltage responsivity
F. Réponse en tension
70. Hnrerpansnas gyscrearensuocts OIIITT
D. Gesamtempfindlichkeit
E. Total responsivity
F. Réponse globale
71. MOHOXPOMATHYECKAS YYBCTBHTEALHOCTh
DOIIIII
D. Monochromatische Empfindlichkeit
E. Monochromatic responsivity
F. Réponse monochromatique
72. Crarnueckad uygcTeuTeabHocTL OHTITT
D. Statische Empfindlichkeit
E. Static responsivity
F. Réponse statique
73. NudrpepennuanbHas YYBCTBHTEAbHOCTh
MOHIIII
D. Differentielle Empfindlichkeit
E. Differential responsivity
F. Réponse différentielle
74. Amnynscnas uyBerBuTenLHocTL DI
D. Impulsempfindlichkeit
E. Pulse responsivity
F. Réponse d’impulsions

75. HAKnOH JIOKCOMHYECKOH XAPAKTEPHCTH-
Kd hoTope3ncTopa
D. Steilheit der Lux-Ohm-Kennlinie
E. Tluminance-resistance characteristique
slope
F. Pente de caractéristique éclairement-
résistance

So

HMIL
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st

UyecrBrrensrocts OITIII x memomox-
POMATHIECKOMY H3NVICHHIO 3a7aiH0ro
CHEeKTPATLHOTO COCTABA

YyscrerTensrocts GDIIIT k MoHOXpO-
MATHIECKOMY ITAIYIeHITIO

Uyscreutensraocets OITIT, onpenense-
MAs OTHOIIEHHEM TTOCTOSFIEIX 3HAYEHFA
WAMEPSIEMOTrD HapaMeTpa (POTOTPHEMTIHKA
W HOTOKA W3MYIEHUA

Yyscreutersrocts GIIIII, onpeneisie-
Mas OTHOIEHHEM MATBIX IPHPATISH AR 13-
MepseMoro mapamerpa GOoTONpHSMHNKA K
TTOTOKA. HM3Tyde HHs

Uyscreutensraocets OITIT, onpenense-
Mast OTHOIIEHHEM AMIUTHTYIHBIX 3HATEH M
SNEKTPUYECKON BEJIMYHHBI HA  BBIXOZE
OO v EMIVIECHOTO MOTOKA H3IYIeHHA
3anaHAONi GOPMEL MOLYIIALTIHH

Tanrerc yrna THHESTIHOIO YYaCcTKA TIOK-
COMWYECKOA XapakTepucTUKH QoTope3uc-
TOpa, MOCTPOeHHOH B ABOITHOM norapud-
MWYECKOM Macinrabe
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ITAPAMETPBI TIOPOTA 1 IITYMA P3IITI

76. Tox wiyma PIIITT
D. Rauschstrom
E. Noise current
F. Courant de bruit
77. Hanpsaenne uryma OITIIT
D. Rauschspannung
E. Noise voltage
F. Tension de bruit
78. ITopor uyecTeuTensnocTn GITITT
Ilopor
D. Aquivalente Rauschleistung
E. Noise equivalent power
F. Puissance équivalente au bruit

79. IMopor ayscTentensnocty POIII B exn-
HHYHOH NOJOCE YACTOT
Tlopor B enHHHYHON MOIOCE YaCTOT
D. Aquivalente Rauschleistung im Ein-
heitsfrequenzband
E. Unit frequency bandwidth noise equi-
valent power
F. Puissance équivalente au bruit dans
une bande passante des fréquences
unitaire

80. ¥aeabHblli DOPOr YYBCTBHTEILHOCTH
DHIITI
ViaenoHBIA nopor
D. Spezifische dquivalente Rauschleistung
E. Specific noise equivalent power
F. Puissance réduite équivalente au bruit
81. Oonapyxurensias  cnocodnocts OITITT
D. Nachweisfihigkeit
R. Detectivity
P. Détectivite
82. ¥aensnas oGnapyRuTensuas cnocoGHOCTh
LG
D. Spezifischce Nachweisfihigkeit
E. Specific detectivity
F. Détectivité réduite

I

iy

D*
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I

I

NEP

NEP*

D*

CpenHee KBagpaTWaHOe 3HAYCHIE
drvkryar o6ruero Toka OOIII & 3anarn-
HO ToN0Ce 9acToT

Cpennee KBagpaTWdHOE 3HAYECHWE
daykryanun HANPAKeHHa Ha 3a0aRHo
uarpyske B e ©ITITT B 3apanAoOf Mo-
JI0CE YACTOT

CpenHee KBanpaTHUHOE 3HAYCHIE TIep-
BOlt rapMOHMKH geficTeyomero ga GOIIIT
MOAYNUPOBAHHOTO MOTOKA W3TYIEHUA CHT-
HANA ¢ 38MAHHBIM CHEKTPATPHEIM pacIpe-
JeNneHeM, TIPH KOTOPOM CpefiHee KBaapa-
THIHOE 3HATEHIE MEPBOH rapMORHKH Ha-
npsoxkeHns  (Toka) (OTOCHrHANA PaBHO
cpenHeMy KBAOPATHIHOMY 3HAUCHIIO HA-
NpskeHUs (TOKA) TyMa B 3aJaHHOW TO-
JI0CE HA YACTOTE MOLYIISILIII [IOTOKA HATY-
YEHHA.

Ilpumeaanue. Ilomocy wacTor
BHIOHPAIOT, KAK TIPABKIIO, B TIPEIEnax
20% oT 9aCTOTEI MOIYJLALNIH, TAK, ITO-
OBl M3MEHEHMEM CTIEKTPATBHON TIOT-
HOCTH II¥MA B €€ MPENeIax MOXHO Obl-
o TnpeHebpeyn
CpenHee KBafpaTHYHOE 3HAYSHUE TIEp-

BOIi rapMOHWKH AeiicTryiomero Ha OITITI
MOAYNUPOBAHHOTO TOTOKA M3NYIEHUS HC-
TOYHHKA (MOTOCUTHANA C 33JAHHBIM CIIEKT-
PANbAEBIM pacripefeNieiHeM, MPH KOTOPOM
cpenHee KBanpaTidHOe 3HAYEHNE NepBOH
TAPMOHHKH HATPsSKeHNd (ToKa) GOTOCHT-
HAJIA PABHO CPEeIHEMY KBALPATIITHOMY 3HA-
YEHWI) HATPSXeHWS (TOKa) Tyma, TpH-
BEJIEHHOMY K eIHAMIHON mooce Ha Tac-
TOTE MOLVIIAIIAN IIOTOKA HM3TYIeHNs

Ilopor wyscreuTensrocTh MIIIII,
NPUBENEHHBIN K eQMHHTHON NOIOCcE Yac-
TOT U eIHHWTYHOMY IO TUIOIEAAH POTOYYB-
CTBHTENBHOMY 3JIEMEHTY

Benwmunna, obpaTHas MOpory 4yBCTBH-
tenprocTi POIITT

Benmwunna, obparHas yAeaLHOMY TO-
pory uyscrerTebHoCcTH OITITI
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POIHOE
83. PaananuoHHblii DOPOT 9¥BCTENTEALHOCTH Tpan D, Ilopor wayvscTBUTENbROCTH DIIIII,

L GIEI
E. Noise equivalent power of the back-
ground limited infrared photodetec-
tor (BLIP)
F. Puissance équivalente au bruit du philra
détecteur

MYMBbl KOTOPOTO OOVCIOBIEHBl (QIyKTYa-
MM TETDIOBOTO WATYyIeH s GOHA 3a0aH-
HOW TeMIepaTypsl

TMAPAMETPLI CIIEKTPAJIBHOI XAPAKTEPUCTHKH

84, JInnna BOJHBI MAKCHMYMA CHOEKTPAILHOM
yygeTRMTENLHOCTH DITITT
D. Wellenlinge der maximalen Spektra-
lempfindlichkeit
E. Peak spectral response wavelength
F. Longueur d’onde de la sensibilité spect-
rale maximale
85. KOpOTKOBOJIHOBAS IPAHMIA CHEKTPANLHOM
gygcTEMTENbHOCTH DDIITL
D. Kurzwellengrenze
E. Short wavelength limit

86. JITMHHOBOTHORASA TPAHMIA CTIEKTPAILHOM
yypcTEHTENLHOCTH DPOIITT
D. Langwellengrenze
E. Long wavelength limit

87. O0AACTh COEKTPANBHON Y¥BCTBHTEILHO-
ctu OB
D. Spektraler Empfindlichkeitsbereich
E. Spectral sensitivity range
F. Part sensible spectral

A

max

7\.51

2

JUiAa BONHERL, COOTBETCTBYOMAN MAK-
CHMYMY CIEKTPalbHON XapaKTepHCTHKH
QYBCTBUTEIIBHOCTH

HanmeHbInas JTHHA BOTHE MOHOXPO-
MATHYECKOIO H3IYIeHHs, IIPH KOTOpPON
MOHOXPOMATHYECKAS YYBCTBHTENLHOCTD
OIIITI pagna 0,1 ee MAKCHMATIBEHOTO 3HA-
YeHWH

Hawubospias iiHa BOTHE MOHOXPO-
MATHIECKOTO HATYISHHs, MPH KoTopoli
MOHOXPOMATHUECKAS] UYBCTBHTENLHOCTE
ODIIII pasra 0,1 ee MAKCHMAIBHOTO 3HA-
YeHVIS

JAWAarna3oH ATHH BOTH CHEKTPATBHOMR
xapakreprcTuki MATITI, B KOTOPOM IVB-
creuTenbHOCTE MATITI cocTaBngeT He
meree 10 % cBOero MakCHMATLHOTO 3Ha-
YeHsS

TEOMETPHYECKUE ITAPAMETPbI ®3I111

88. Dduwpekruenas HOTOUYBCTEHTENLHAS ILIO-
waan PHIITI
D. Effektiviliche des Fiihlelements
E. Effective area of the responsive element
F. Aire efficace de 1’élement détecteur

Aoy

144

Ay

TInomwans GOTOYYBCTBUTENBHOTO 3JE-
MEHTA DKBHBATEHTHOTO TIO (POTOCHTHATY
OB, YyBCTBHTENEHOCTE KOTOPOTO PaB-
HOMEPHO pacrpefeneHa Mo QOTOIYBCTBH -
TEILHOMY 3JIEMEHTY [ PABHA HOMHHAIb-
HOMY 3HAYEHIIO TOKATLHON YyBCTBUTENb-
nocTH ganroro MOTITL

Il pumevwanue Onpegenserca

COOTHOIUEHHEM

At =500 507 ) i S(x,y) dxdy,

rae S(x, ¥) — UYBCTBHTEILHOCTh K IIOTO-
Ky TpH 06nydeHnn GOTOYYBCTBUTETBHOTO
2IEMEHTA TOUYESUHBIM IIITHOM C KOOPIH-
HaTaMm (x, y);

A — mromans sToro QOTOTYBCTEHTE -
HOTO 3NMEMEHTA.

B kauecTBe HOMHHHANBHOIO 3HAYCHIS
JTOKANbHONH YYBCTBUTENLHOCTH §,, KaK
NpPaBIUIO, BEIOHPAETCS MAKCHMAJIEHAS TVB-
CTBHUTENILHOCTE TOYKH B IeHTpe GBI (B
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TOUKE, X, ¥,). M DI ¢ pesximi He-
OOHOPONHOCTAMI TYBCTBUTENIBHOCTH (MIK-
porasMamMit, BHIOPOCAMI YYBCTBHTEIBHO-
CTH Ha Kpasx) MeTOMHKA Beibopa S, oro-

BAPUBAETCH JOTIOHUTEBHO
89. Tlnockuit yroa 3pennsa OITITT 2B 2B Vron B HOPMATBHOW K OTOIYBCTRI -
D. Gesichtsfeldwinkel TETLHOMY BJIEMEHTY TUIOCKOCTH MEKIY Ha-
E. Angular field of view MPABRTEHHAMH MAJEH U TAPALTETEHOTO Y-
F. Angle d’ouverture K4 W3TYYEHU, TIPH KOTOPHIX HATIPSKEHUE
i Tok dorocuraana OOIII ymenbia-

ETCH 0 3a0aHHOI0 YPOBHS

90. Ddexruenoe none 3penns GHIITL Qg Q.p TenecHrifl yroa, omnpegensemsni cooT-

D. Effektiver Gesichtsfeldranmwinkel
E. Effective weighted solid angle
F. Angle solide efficace

HOIEHHCM

=0 _
! 2 9=21n
Q. = U.(0,¢)sin® x
200 " Ug_o G)-LD <q>.[=[}0( )]

% c08 04O x dp

rae U/, —aanpscxkerne dortocuraana GOIILL;
JOTIycKaeTcs 3aMeHa mapametpa U ma I,
Iq);
©® — YTON MEXITY HAMPABICHIEM TTAA0IIE-
[0 W3TYIe RIS ¥ HOPMATTEI0 K QOTOTYBCTRI-
TEJLHOMY 3IeMEHTY;

@ — A3WMYTATBHET yroo

INAPAMETPbI MTHEPITHOHHOCTH POIIII

91. Bpemsi napacranns GIHIII
Bpema wapactanng
D. Anstiegszeit der normierten Tber-
gangskennlinie
E. Rise time of the normalized transfer
characteristic
F. Temps de montée de caractéristique
de transmission normalisée
92. Bpems cnana PO
Bpewms cnana
D. Abfallzeit der normierter Umkehrii-
bergangskennlinie
E. Decay time of the normalized inverse
transfer characteristic
F. Temps de descente de caractéristique
de transmission inverse normalisée
93. BpemMs YCTAHOBICHHMS NEPEXOIHOH HOP-
MHPOBAHHOM xapakrepuctukn DHIIT no
YpOBHIO &
Bpemst yeraHoBneH s
D. Einstellzeit der normierten Uber-
gangskennlinie
E. Set-up time of the normalized trans-
fer characteristic
F. Temps d’établissement caractéristique
de transmission normalisée

156—203

Tg,1—0,9

Tg,9-0,1

Tyery

[f’

MuAIMATEHEI THTEPBAI BpeMEHNT MEX-
Iy TOIKAMY TIePEXOJHOR HOPMHPOBAHHO
xapakreprcTikn G co sravenrsivm 0,1
u 0,9 COOTBETCTBEHHO

MuyHUMANBHbI NHTEPBAT BpEMEHH MEXK-
Ay TOYKAMK 0OPATHON NepexoHOH HOPMH -
poBanHo# xapakrepucTiuku OITITT co 3Ha-
yenusamy 0,1 u 0,9 cooTBeTCTBEHHO

MuHrManeHOE BpeMs OT HAYad BO3-
JEHCTRIA HMITYNBECA HM3TYICHMS, 10 HCTEe-
YeHWH KOTOPOTO MAKCHMANBHOE OTKIIOHE-
HIe HOPMIPOBAHHOM MEePexXOmHOI Xapakre-
PHCTHKH A(f) OT YCTAHOBUBIIETOCH 3HAYE-
HIS He IPEBRIIEAeT k:

/1 —hy (t)/sknpﬂtzryc,“,C



C.13TOCT 21934—83

Bykgsemmioe obosHavyeHIE

Tepvuu — MeKIYHA- OmnpeneneHue
POOHOE
94. IIpenebnas yacrora GPHIII J ]Z, YacToTa CHEYCOMIATBHOMOIYTHPOBAK-
D. Grenzfrequenz HOTO IIOTOKA WATYIeHs, IIPH KOTOPOil 1yB-
E. Cut-off frequency creuTenbrocTs MDIITT mamaer no 3HATCHYSA
F. Fréquence de coupure 0,707 OT 9yBCTBUTETLHOCTH P HEMOTYITH-
POBAHHOM H3ITYyYCHHH
93. Emkocts OITITT C C —
D. Kapazitit
E. Capacitance
F. Capacité
56. IlocnenosarenbHoe CONPOTHBICHHE (o- Roen Ry AKTHBHAS COCTABIAIONIAS SIEKTPIYEC-

TOAHOIA
D. Reihenwiderstand einer Photodiode
E. Series resistance
F. Résistance série

KOro COIpOTUBICHIA CIJOTO,I[I/IOI[EI 10 repe-
MCHHOMY TOKY, BKTHYCHHASM IIOCICOOBA-
TEJIbHO €MKOCTH IIEpexona QJOTO,I[I/IOI[EL

ITAPAMETPBI MHOTI'ODJIEMEHTHDBIX ®OIIII

97. Yucno suementos DIHIIII
D. Fihlelementenanzahl
E. FElement number
F. Nombre des éléments
98. Ilar >aementor PHIITT
D. Rastermass
E. Pitch
F. Ecartement
99. MexIneMeHTHLIH 3230 MHOTO3JIEMEHT-
noro OITITI
D. Fihlelementenabstand
E. Element spacing
F. Espacement des éléments
100. Koadypumuent doTosnexTpuyeckoil cBa-
31 mMuorosnementhoro OIHTI
D. Photoelektrischer Kopplungsfaktor
E. Photoelectric coupling coefficient
F. Coefficient de couplage photoélect-
rique
101. Pa30opoc 3HAYEHHIA NAPAMETPOE MHOIOIE-
menthoro PHIIII
D. Parameterstreuung
E. Figure ol merit straggling
F. Dispersion de figure de mérite

INAPAMETPBI #OTOTPAH3NCTO

102. Hanpsxende HA KOJLIEKTOpe (OTOTpPAH-
IUCTORA

D. Kollektorspannung

E. Collector voltage

F. Tension du collecteur
103. Hanpsienne Ha SMUTTEpPE POTOTPAHIUC-
TOpA

D. Emitterspannung

E. Emitter voltage

F. Tension d*émetteur

N

Al

e

1Y

146

Al

PaccTostiie MEXIY HEHTPaMH IBYX CO-
ceiHHX (DOTOYYBCTBUTEILHEIX 2JIEMEHTOB
OOIITI

Paccrosirie Mexiy HanmMeHee yHIeH-
HBIMYW JPYT OT APYTA KpasMi GOTOIYBCTBH-
TENBABIX 3JIEMEHTOB B MHOIO3JIEMEHTHOM
DATITI

OTHOMEHNE HANPSXEHHA CHIHANA C
HeOOMyIe HHOTO 37eMEeHTa B MHOTO3JIEMEH -
trHOoM PIIIII K HanpsKeHno GOTOCHIHA-
na ¢ OOMy4eHHOTO 3NIeMeHTa, OTIpeessie-
MOTO HA JIMHEITHOM YIacTKe SHEepreTHIec-
KOl XapakTepHCTHKT

OTHOIIEHNE TOIYPA3HOCTH HAHOONb-
ETo ¥ HAWMEHBIIEr0 3HAYEHIN napamer-
pa QOTOYYBCTBUTENBHBIX STEMEHTOB B MHO-
roanemernTioM MITIII x cpememy 3Hade-
HHUIO 3TOTO MapaMeTpa.

IMpumeganune. B GykseHrOM
0603HAYEHUHW BMECTO «X» CIEAVET YKa-
3E(BATH OYKBEHHOE OCO3HAUCHNE COOT-

BETCTBVIOIIEIO HapameTpa

POB***

Hanmpsoxerne MexXIy KOMJIEKTOPOM I
BBIBOZIOM, KOTOPBI SBIASETCS OOMMM s
CXeMBl BKIIOYEHIsS (OTOTpan3ncTopa

Hanpsikerse MexIy SMEITTepOM H Bbi-
BOIOM, KOTOPEIA sIBNSIETCS OOTIIM ISt CXe-
MBI BKITFOQeHHST POTOTPaR3HCTOPA
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Bykgsemmioe obosHaveHIE

Tepmuu pyceKoe MeKIYHA- OmnpenenecHue
POIHOE
104. Hanpsaenne na 6a3e GoTOTPAHIHCTOPA Ui Uge Hanpsierie Mexny 6a3oif i BEIBOIOM,
D. Basisspannung . KOTOpPBIA ABNACTCH OOIMMM HNA CXEMEL
E. Base voltage Us Uge BRITIOTEHNS GOTOTpaH3NCcCTOpA
F. Tension de base
105. TIpoOuBHOE HANPAKEHHE KOLIEKTOP-2MHT- U 13113 * Usr cro IIpoGuBHOE HanpsXeHNEe MEXIY BHIBO-
Tep QOTOTPAHIMCTORA JAMH KOJUIEKTOPa W 3MUTTEpa (GOTOTPaH-
D. Kollektor-Emitter- Durch-bruchspan- 3HCTOPA TIPY OTKPHITON 6a3€ W B OTCYTCTBHE
nung eines Phototransistors NOTOKA MANYIEHHA B IHATIA30HE CIIEKTPaTb-
E. Collector-emitters breakdown voltage HOl 9yBCTBHTETLHOCTH™®
of a phototransistor
F. Tension de claquage collecteur-émet-
teur de phototransistor
106. TIpoOuBHOE HANPAIKEHNE KOLIEKTOP-0a3a U r?p - Usr cao TIpoGHBHOE HATIPSXKEHIE MEKTY BHIBO-
thororpanzncropa IaMH KOJUIEKTopa W 6a3bl GOTOTPAH3HCTO-
D. Kollektor-Basis-Durch-bruchspannung pa Mp¥ OTKPBITOM 3MHUTTEPE U B OTCYTCTBHE
eines Phototransistors NOTOKA WANYIEHNUA B IHATIA30HE CIIEKTPaTb-
E. Collector-base breakdown voltage ofa HOl 9yBCTBHTETLHOCTH™®
phototransistor
F. Tension de claguage collecteur-base de
phototransistor
107. TIpoGuBHOE HANPSZKEHHE SMUTTEP-0a3a dho- U ]?p 9 Usr ego TIpo6rBHOE HANpsXKEHNE MEKTY BHIBO-
TOTPAHIUETOPA OaMi SMETTEPA M 6a3bl QOTOTPAH3NCTOPA
D. Emitter-Basis-Durchbruch-spannung MPH OTKPHITOM KOJUIEKTOPE M B OTCYTCTBHE
eines Phototransistors MOTOKA H3TYYCHUS B AHMANA30HE CIIEKTPab-
E. Emitter-base breakdown voltage ofa HOl 9yBCTBHTETLHOCTH™®
phototransistor
F. Tension de claquage émetteur-base de
pbototransistor .
108. IIpoduEHOE HADPIKEHHE IMUTTECP-KOILICK- Unps Usr pco [IpoGuBrOe HaMPsKEHIe MEXIY BLIEO-
TOp (OTOTPAHINCTOPA OAMI AMHUTTEPA I KOJUIEKTOPA IIPH OTKPHI-
D. Emitter-Kollektor- Durch-bruchspan- TOH Gase W B OTCYTCTBHE IMOTOKA W3ITyde-
nung eines Phtototransistors HHH B AWANA30HE CNCKTPANIBHO YyBCTBH -
E. Emitter-collector breakdown voltage of TENEHOCTH®
a phototransistor
F. Tension de claquage émetteur-collec-
teur de phototransistor
109. Temnosoit Tox Koanexropa dororpansuc-| 13-, I5- |1 ceor ¥ cror —
TOpA .
D. Kollektordunkelstrom Iy oo
E. Collector dark current
F. Courant d’obscurité du collecteur
110. TemnoBoii Tok SMuTTEpa oToTpanzucro-| 1 O, I3, |1 o 4 zEo o
pa ®
D. Emitterdunkelstrom I, Ieen
E. Emitter dark current
F. Courant d’obscurité d’émetteur
111. Temuosoii TOK 0aznl horoTpanzucropa i) ?6, ?5 s 1 g80r 1 gror —
D. Basisdunkelstrom
E. Base dark current e Iseo
F. Courant d’obscurité de base
112. TeMHORBO#H TOK KOLIEKTOP-3MUTTER (DOTO- 3. Iogo Tox B 1leTH KOMIEKTOPA P OTCYTCTRIN

TPAHIUCTOPA
D. Kollektor-Emitter-Dunkel-strom eines
Phototransistors
E. Collector-emitter dark current of a
phototransistor
F. Courant d’obscurité collecteur-émet -
teur de phototransistor

15qi%

147

TOKA B 6a3e, MPOTEKAWIIMH TPH Ompene-
JICHABIX VOTOBIAX pabOTEL i B OTCYICTBHE
TIOTOKA HANYYIeHISA B IHATIA30HE CIIEKTPANb-
HON CYBCTBUTEIHHOCTIC
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Tepnom

Bykgsemmioe obosHavyeHIE

DPYCCKOE

MEKIYHA -
pomoe

OnpeneneHne

113. TemHoRBo# TOK KoJmekTOp-0a3a $oTOTPAH-
IMCTORA
D. Kollektor-Basis-Dunkelstrom  eines
Phototransistors
E. Collector-base dark current of a photo-
transistor
F. Courant d’obscurité collecteur-base de
phototransistor
114. Temuoroii Tok 3murrep-6aza doroTpan-
IUCTORA
D. Emitter-Basis-Dunkelstrom eines Pho-
totransistors
E. Emitter-base dark current of a photo-
transistor
F. Courant d’obscurité émetteur-base de
phototransistor
115. TemnoBo# TOK 3MHTTER-KOJLIEKTOR (ho-
TOTPAHIUCTOPA
D. Emitter-Kollektor-Dunkelstrom eines
Phototransistors
Emitter-collector dark current of a pho-
totransistor
Courant d’obscurité émetteur-collec-
teur de phototransistor
DoTOTOK KOLIEKTOPA (POTOTPAHIHCTOPA
D. Kollektorfotostrom eines Phototran-
sistors
Collector photocurrent of a phototran-
sistor
Photocourant du collecteur de photo-
transistor
DoOTOTOK HIMHTTEPA (DOTOTPAHZHCTOPA
D. Emitterphotostrom eines Phototransis-
tors
E. Emitter photocurrent of a phototran-
sistor
F. Photocourant d’emetteur de photo-
transistor
DoroTok 0a3bl POTOTPAHIHCTOPA
D. Basisfotostrom eines Phototransistors
E. Base photocurrent of a phototransistor
F. Photocourant de base de phototran-
sistor
Ot1mil TOK KoJLTEKTopa (POTOTPAHINCTO-

E.
E.

116.

E.
F.

117.

118.

119.

D. Kollektorgesamtstrom eines Phototran-
sistors

E. Collector total current of a phototran-
sistor

F. Courant total du collecteur de photo-
transistor

O0Iui TOK SMHTTEPA OTOTPAHINCTOPA

D. Emittergesamtstrom eines Phototran-

sistors

Emitter total current of a phototran-

sistor

. Courant total d’émetteur de photo-

transistor

120.

E.

18,
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ToK B HeIn KOJISKTOPa, TPOTEKATONIIA
[PY OTCYTCTBHNH TOKA B MHUTTEPE IIPH OI-
peneNeHHbX YCIOBHAX PAGOTEL I B OTCYT-
CTBHE IMOTOKA H3AIVICHHS B AHANA30HE
CHEKTPATLHON TVBCTBUTENbHOCTIH

TeMHOBOM TOK B [IEMH SMHATTEPA, MPO-
TEKAIOTIHIT MPH OTCYTCTBIH TOKA B KOJIEK-
TOpe TIPH OMpEAeTeHHbIX YCIOBHAX pato-
THL H B OTCYTCTBIE [IOTOKA M3JIYUSHIA B I -
AMA30HE CIEKTPATLHON IYBCTBHTIEITHHOC-
TIH*

TeMHOBOI TOK B IEIH IMHATTEPA, TIPO-
TEKATOTIII TIPH OTCYTCTBIA TOKA B Gase MpH
OTIPEICIEHHbIX YCIOBHIX PabOTHl U B OT-
CYTCTBHE TTOTOKA MATYICHWS B AHANA30HE
CHEKTPANEHON TYBCTBUTEIBHOCTI
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BykBenHoe ©0O3HAUCHHE
TepvuH pyceKoe MeKIYHA- Onpenenenue
POIHOE
121. O6upuit Tok bz pororpansueropa I 066]1[6’ I pp g —
D. Basisgesamtstrom eines Phototransis-
3
tors . L o6n16 » ! pe
E. Base total current of a phototransistor
F. Courant total de base de phototransistor K6 5
ooy
122. Ouwii ToK Kowiekrop-dmurrep HoTo- [(?Gm* Tepw OO0l TOK KONNEKTOP-3MUTTED, IPO-
TpanIMCTOPA TEKAIOTIHI gepe3 GOTOTPAH3HCTOP NMPH BO3-
D. Kollektor-Emitter-Gesamtstrom eines HEACTBII Ha HErO IIOTOKA I3y eI C 3a-
Phototransistors JAHHBIM CHEKTPATBHEIM PACITPEIee HIemM
E. Collector-emitter total current ofa pho-
totransistor
F. Courant total collecteur-emetteur de
phototransistor 5 _
123. OGummit ToK KoLiekTop-6a3a dororpanin- L ouc Tepn Obmmit ToK KonnekTop-6asa, mnpote-
cropa Karonmi gepe3 hoTOTPAH3UCTOP MPH BO3-
D. Kollektor-Basis-Gesamitstrom ~ eines HEACTBII Ha HErO IIOTOKA I3y eI C 3a-
Phototransistors HAHHBIM CIEKTPAIBHEIM PAaCIIPEHeNIe HIHEM
E. Collector-base total current of a photo-
transistor
F. Courant total collecteur-base de pho-
totransistor
124. Tokosas 4yBCTBHTENLHOCTL QOTOTPAHIN- hT:" s - OTHOLICHNE H3MEHEHHS SIEKTPHISCKO-
cropa ¥ TO TOKA HA BBIXO7AE (GOTOTPAH3NCTOPA K
D. Stromempfindlichkeit eines Photo- h%, HOTOKY HITYHCHHA, BRI3BABIIEMY 3TO H3ME-
trANSiStOrs HEHHE IIPH XOJOCTOM XOIE HA BXOHE M KO-
*
B. Current responsivity of the phototran- by POTKOM 3aMBIKAHINI HA BBEIXOHC IO TIEpe-
sistor MEHHOMY TOKY
F. Réponse en courant du phototransistor
125. BonbToBasi 4yBCTBUTENLHOCTL (POTOTPAH- hf , - OTHOMmEHAEe 3MEHEHIS HAIPSKCHIA
aucropa 4 Ha Bxone (OTOTPAH3NCTOPA K MOTOKY W3-
D. Spannungsempfindlichkeit eines Pho- hlﬁ , JIYICHI, BHIBBABIICMY STO I3MEHCHHC MPH
totransistors Y XOJIOCTOM XOZI€ HA BXOJE M KOPOTKOM 3a-
*
E. Voltage responsivity of the phototran- hly MBIKAHIN HA BBIXOAE T10 IIEPEMEHHOMY TOKY
sistor
F. Réponse en tension du phototransistor
126. Koodpepuument ycunennss no oToroky Kycb — OtHomeHne ¢QOTOTOKA KOJNIEKTOpa
doroTpanzucropa (roToTpaH3NCTOpA IIPH OTKIIOUEHHOH Oase
D. Photostromverstirkungsfaktor K (hOTOTOKY OCBENIAEMOTO MEPEXOA, M3ME-
E. Photocurrent gain factor PCHHOMY B JMONHOM PEXAME
F. (Gain de photocourant

INAPAMETPBI KOOPAUHATHBLIX ®OTOAUOIOB

127. JInnelinas 30HA KOOPAMHATHOH XapaKre-
PMCTHKH KOOPJUHATHOTO hoToaMoaa

128. dudrepennnaibHan KPYTH3HA KOOPIM-
HATHOH XAPAKTEPMCTHKM KOOpauHaTHoro ¢ho-
TOAMOAA

1542203

2Ax

nubd

149

YUacTOK KOOPAMHATHON XapakTepucTH-
KM KOOPAWHATHOTO (GOTOAMOAA, HA KOTO-
POM HETHWHEHOCTh HE NMPEBBIIACT 3a1aH-
HOTO 3HAYECHHH

OTHOmEeHWE MATOTO TpupameHus (o-
TOCHIHANA KOOPAWHATHOrO ¢HOTOANOA K
MANIOMY H3MEHEHII0 KOOPAIHATEL CBETOBO-
TO IIITHA, OTHECEHHOIO K EIVHMIIIE IIOTOKA
H3TYIeHIA
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BykBenHoe ©0C3HauYeHHE

Tepnvmu — MEKIYHA- Onpenenesne
POOHOE

129. Crarnyeckas KpyTH3HA KOOPAHHATHOM S — OTHOIIEHWE MONTHOTO TpUpameHung Go-

XAPAKTEPHCTHKH KOOPAMHATHOIO (OTOAMOIA TOCHTHANA KoopanHarHoro doroguona K
MIMEHEHWIO KOOPIMHATEL CBETOBOTO IISITHA,
OTHECEHHOE K eNHHNIE [IOTOKA H3TYIe s

130. Hyaegasa Touka xoopamHarHoro goroam- Xy Xy KoopauHaTta sHepreTHYeCKOro LEHTPa

012 CBETOBOIO IIATHA HA (POTOYYBCTBHTENBHOM
37IeMEHTE KOOPAMHATHOTO GOTOANOMAA, TIPH
KoTOpof QOTOCHTHAN paBer HYIO

131. Brixoanoe conpoTHBIEHHE KOOPIUHATHO- R R, OtHoumenne Hanpaxenns (GOTOCHTHA-

ro goroanoga

TIAPAMET

132. KosdhpunueHT YMHOKEHMA TEMHOBOTO
TOKA JABUHHOTO (HOTOAMOA
D. Dunkelstromverstirkungsfaktor der
Lawinenphotodiode
E. Darkcurrent multiplication factor of
the avalanche photodiode
F. Facteur de multiplication de courant
d’obscurité de photodiode 4 avalanche
133. KoadrpunnenT ymMHoKenns GpoTOTOKA N -
BHHHOTO (OTO MO
D. Photostromvervielfachungsfaktor
E. Photocurrent multiplication factor
F. Facteur de multiplication de photo-
courant

134. TouHOCTb NOAIEPKAHNA PAGOUETO HANpPS -
KeHMs JTABMHHOrO hoToaHoaA
D. Konstanthaltungsgenauigkeit der Bet-
riebsspannung
E. Operating voltage constant keeping
accuracy
135. Temneparypumit kKosdypunuent paGoue-
ro HANPSEZKEHUS TABHHHOTO (OTOAMOAA
D. Temperaturkoeffizient der Betribs-
spannung
E. Operating voltage temperature coef-
ficient
F. Coefficient de temprature de tension
de régime

M

T

=&

150

M,

P

&

JIa XOJIOCTOro X044 KOOPHMHATHOIO C];)OTO—
Jrona K (I)OTOTOKY KOPOTKOro 3daMBIKAHWA
IIpH MaJIOM IMOTOKE IM3ITYVICHIIA

PBI JABUHHLIX ®OTOAHOI0B

OTHOWEHNE TEMHOBOTIO TOKA JTABHHHO-
ro GoTogroaa K €ro TEPBHYHOMY TEMHO-
BOMY TOKY — K TEMHOBOMY TOKY, KOTOPHIH
NpoTekan 66l B TABHHHOM (DOTONHMOIE TIPH
OTCYTCTBHM B HeM 3¢pekTa JTaBHHHOTO
YMHOKEHIS IIPH TOM 3K padouem Harps-
IKEHIIN, OTCYTCTBIH 3ACBETKY M IIPOUIX PaB-
HBIX YCIOBUAX

OtHomeHne GOTOTOKA TaBHHHOTO (o-
TOAMONA K ET0 NEPBUYHOMY (POTOTOKY, KO-
TOPBLI TIpOTEKAN OBl B NABUHHOM (oOTO-
AMOAe TIPU OTCYTCTBHM B HeM adekTa na-
BUHHOTO YMHOXEHIS IIPH TOM K¢ pabouem
HANMPAXEHWH, WHTEHCHBHOCTH 33CBETKUA W
TIPOTHX PABHELX YCIIOBHAX.

MMpumeganue Ecmu ¢ototox

W3MEPAIOT IIPY 33CBETKE BCETO YYBCTBH-

TETLHOTO 3MEMEHTA, TO TIOTYYAIOT MH-

TETPANBHEI KO3(MQUIHEHT YMHOXEHNA,

a [pH TOYESYHOH 3aCBETKE — JIOKATBHBIA

KO3 PUILIHEHT YMHOXEHHS

OTHOCHUTENBHOE W3MEHEHIE pabouero
HANPSKEH N, TIPH KOTOPOM KO3MPHIHEHT
YMHOXEHWA POTOTOKA U3MEHACTCA B 331aH-
HBIX TIPeaenax

OtHolllerre WAMEHERHA paboyero Ha-
TPSCKEHUA, TPH KOTOPOM KO3GQ(PHIIHEHT
YMHOKEHIST GOTOTOKA JOCTHIAET JICXOIHOIO
3HAYCHS, K I3MEHEHWID TeMIEPATYPEL W
pabouemy HATIPSHKEHITIO TIPH HCXOTHON TEM-
TepaType.

MMpumega awue. Ipu manbx u3-
MEHEHWAX TEMIIEPATYPHI MONYIa0T TH-
HAMWYECKHH TeMIepaTypHbiil Koaddi-
[THEHT pabodero HATIPAKEHWS; €CITH TH -
ara3oH W3MEHEHWsI TeMmnepaTryp Goib-
MO — CTATHYECKWIT TeMIepaTypHbIi
KoaduiieHT pabouero HANPsDKEHHA
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Tepvuu

BykBenHoe ©0O3HAUCHHE

DPYCCKOE

MEeXTyHa -
POIHOE

OnpepgeneHue

ITAPAMETPBI

136. Koshhunumenr yCuaeHHs MHZKEKIMOHHO-
ro doroauoga

D. Verstirkungsfaktor der Injections-

photodiode

E. Injection photodiode gain

F. Gain de photodiode a injection
137. KoatyhunuenT oTHOCHTENLHOTO MHIKEKITH-
OHHOI0 YCHJICHWS MHAKEKUMOHHOIO (OTOAMO-
na

D. Relativer Verstirkungsfaktor

E. Relative gain

F. Gain relatif

OKCILIYATAITMOHHBIE

138. Paccensaemad mowmocers PHTITI
D. Gesamtverlustleistung
E. Total power dissipation
F. Dissipation totale de puissance
139. MakcnManbsHo IONYCTHMASA paccenBaemMas
mMommoeTs PHIITT
D. Maximal zulissige Verlustleistung
E. Maximum admissible power dissi-
pation
F. Puissance dissipée maximale admis-
sible
140. KpuTHaecKass MOMIHOCThL M3MYYCHHA ANs
GBI

141. Tvunammaeckuit yuanazon DOITIT
D. Dynamischer Bereich
E. Dynamic range
F. Gamme dynamique

1562*

K

P
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MHAXEKIITWMOHHBIX ®CTCANOI0OB

OTHOMEHAE TOKOBOH IYBCTBHTEIHLHO-
CTH HHXEKIHOHHOro GOTONNONa IPH pa-
GoYeM HATIPSIKEHWH K TOKOBOI JyBCTBH-
tensrocTi dortonrona 8 GoToranssaniTec-
KOM pexkime

OTHONIEHWE TOKOBOW YYBCTBHTEILHO-
CTH HHXEKIIHOHHOTO GoToAroAa IpH pa-
Goyem HATPSKEHWH K TOKOBOW 4yBCTBH-
TeNBHOCTH (POTOPESHCTOPA I3 TOrO ¥KE Ma-
TEpHaNa, ¢ TEMU XE& pasMepamil ¥ pacro-
JIOKEHHEM KOHTAKTOB IIPH OAMHAKOBBIX
YCIOBUAX — HANPAXEHWH, TEMIEpaType,
doHe.

TMMpumeganue. JId MAXEKITH-
OHHBIX (DOTOMUONOB € TMHENHBIM y9acT-
KOM BOJBT-AMTICPHON XapakTepUCTHKH
OIMPEAEIASTCH TAKKE OTHOMIEHHEM TO-
KOBBIX UYBCTBUTENIBHOCTEI TIpH pabodem
HATIPSKEHM HA JIMHEHHOM YYACTKE,
NeeHHOM HA OTHOIIEHHE STIHX Hapsi-
KeHHH

TIAPAMETPHEI ®3IITI

P

tat

CyMMapHas MOIHOCTh, pacceHBacMas
GOOIIII u  onpemensieMas MOMHOCTHIO
3IEKTPUIECKOIO CHIHANA M MOIIHOCTHIO
BO3ZEHCTBYIONIEr0 HA HETO F3JIYICHIA

MaxkcHMAaNTbHAS 3MEKTPHICCKAs MOII-
HOCTh, paccerpaemas MOIIII, mpu Koto-
poit OTKIOHEHHE ero napaMeTpoB OT HO-
MITHATTBH BIX 3HAYEHWT He MpeBsIaeT yKa-
3AHHBIX TIPEEIOB MPH JTHTENBHOMN paboTe

MakcumanbHas MOIHOCTE HMITYIIECHO-
TO WIH TIOCTOSHHOTO W3JIYYEHWA, TPH KO-
TOPOH OTKIIOHEHHE SHEPreTHYeCKOM Xa-
pakrepuctikin GITITI ot nuHeitHOTO 3a-
KOHA4 OOCTHUTAET 330aHHOT0 YPOBHHI

OTHOEHHE KPUTHYECKOH MOIIHOCTH
wamyaerst ms OITIII K mopory CyBCTEH -
Tensrocrn OO B 3aganiol Horoce ga-
CTOT.

IMpumeganue i OIIIII,
HeTHHe THBIX B 00/1ACTH IIOPOTOBLLX 34-
CBETOK, BMECTO TIOPOTa YYBCTBUTENBHO-
CTH BEIGHMPAIOT MUHUMATLHBIH YPOBEHD
MOIHOCTH W3TYYCHWH, TPU KOTOPOH
OTKJIOHEHWE IHEPTETHYECKON xapakTe-
PHCTHKH OT JNUAEHHOro 3aK0Ha JOCTH-
TAET 33MAHHOTO YPOBHA
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BykBenHoe ©0C3HauYeHHE

Tepnvmu — MEKIYHA- Onpenenesne
POIHOE
142. HepapHoOMepHOCTh YYBCTBUTEILHOCTH AS (x, ) — PasnocTs HAUGONBIIIETO W HAMMEHEITIE-
DOBHIIII no >nemenTy Sep ro smpagenuft ayscTBHTENRHOCTH PHTIII
D. Flichenungleichmissigkeit der Emp- S(x, ¥) U3MEPEHHON NMPH TepeMereHuH B
findlichkeit npenenax GOTOUYBCTBHTEILHOIO IEMEHTA
E. Spacing response non-uniformity OIITITIECKOTO 30H/A ¢ 3A0AHHEIM CIIEKTPATE-
F. Non-uniformité de la réponse spatiale HEIM pacIpeneieHiem MITYICHIS i NIaMeT-
POM, OTHECEHHAd K CpPEefHEMY 3HAYCHHID
YYBCTBHTENEHOCTH
143. HecratunbHocTs conpoTuEnenus OITITT AR (1) — OtHONIEANe MAKCHMAILIOr0 OTKIOHE-
D. Instabilitdtskoefiizient des Widerstan- R nus conporusnenns MIIII ot ero cpea-
des HErO 3HAY¢HWA TP MOCTOSHHON TeMTepa-
E. Resistance unstability coefficient TYPe M HAIPSSKEHNWH THTAHWS B TEUSHIE
F. Coefficient de 1’instabilité de résis- 330aHHOIO MHTEPBANA BPEMEHI K CpPEmHE-
tance AR()
MY 3HAUEAHI0 —g=
_ OTHOIEHNE MAKCHMAIBHOIO OTKIIOHE-
144. HECH6"‘]1!’1,“,’,C“ TEMHOBOrO TOKA oI % Hus TemHoBoro Toka (PIIITI or ero cpen-
D. Instabilititskoeffizient des Dunkel- T HEro 3HAMCHNS B TCYCHWE 3AIAMHONO HH-
stromes . . TEpBANA BPEMEHH TIPH IMOCTOSHHBIX TEMIIE-
E. Dark current unsitablllt.y_ cpefﬁment PATYPE T HATIPSKEHVH THTARILS TIPHEMFH -
F. Coefficient de 1’instabilité du courant p
] s
d’obscurité KA K CpefHeMy 3HAYEHIIO! A]—TT
145, HecTaOMabHOCTh 4YYBCTBHTEILHOCTH AU B OTHONIEHNE MAKCHMATLHOTO OTKIIOHE-
DOHBTIT c HUS HATIPSXEe HHA (POTOCUTHATA OT CPENHETO
D. Instabilititskoeffizient der Empfind- 3HAYEHWA B TEUEHWE 33JaHHOTO WHTEPBANA
lichkeit BpEMEHH MPH TMOCTOSHHBIX 3HAYEHHUSIX TT0-
E. Response unstability coefficient TOKA W3NYYEHWH, TEMIIEPaTyphl W TOCTO-
F. Coefficient de 1’instabilité de la réponse srHoM Hanpsskernn nuranns OGOIII k
CpelnHeMy 3HAYEHHIO
146. Tempeparypubiii ko3¢ dunuenr dororo- ey — OTHOLIEHE TPOLEHTHONO 3AMEHEHS
xa DI (rororoxa OITITT x BHI3BaBIIEMY €ro ab-
D. Temperaturkoeffizient des Photostro- COJTIOTHOMY M3MEHEHIIO TeMIIepaTvphl OK-
mes PYXAWIE cpeapl PY 33JaHHOH OCBeeH -
E. Photocurrent-temperature coefficient HOCTH (OBIyIeHHOCTIH)
F. Coefficient de température du photo-
courant
147. Ceeroras necradunsHocTh MBI v — H3aMeHeHNHe CBETOBOTO COMPOTHRIEHNHA
D. Lichtinstabilitat OO, npouciienmee BCIeNCTBIE 3Me-
E. Light unstability HEHUA YCJIOBWI OCBEMIEHHOCTH TIPH €r0
F. Instabilité lumineuse XpaHEeHNH
148. Temneparypa BLIX0/]a HA PEXKMM ONTHYEC- —
KO reHepanum
149. BpeMd BBIX0/2 HA PEXKUM OXIAKIAEMOTO LA—_— ta HaTepBan BpeMEeHH ¢ MOMEHTA BKITIO-
DIIIII YEHUS CHUCTEMBl OXJIAXKNECHWS WA TepMO-
E. Cooldown time CTAOHIM3ALMNI A0 MOMCHTA, KOraa mnapa-
MeTpel oxaxpaemoro MOIIII gocruraroT
30AHHOIO YPOBHS
150. Bpems aBTOHOMHOH PAGOTHI OXIAKIAEMOTO Lpat gy b pa HaTepsan speMenil ¢ MOMEHTA OTKIIIO-
L GIEI YEHMS CHCTEMBl OXNAXKACHHS WIN TEPMO-
D. Unabhiingige Betriebszeit CTAOMAM3ALMK A0 MOMEHTA, KOrna rapa-
E. Independent operating time MeTpbl oxnaxaaemoro OITITT mamMeHAOT-
F. Durée d’opération autonome CH 10 38MaAHHOTO ZIOTTYCTHMOTO YPOBHA

152
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Tepvuu

BykBenHoe ©0O3HAUCHHE

DPYCCKOE

MeXIyHA-
poaHOoe

OnpepgeneHue

CIIEKTPAJIIBHBIE XAPAKTEPMCTHKH ®BIII1

151. CoekrpaibHAS XAPAKTEPHCTHKA Y¥BCTEH-
reapnoeTn PHIII
D. Spektrale Empfindlichkeit
E. Spectral sensitivity
F. Sensibilité spectrale
152. AGCOMOTHAS CHEKTPANLHAS XAPAKTEPHC -
THKA 4yBcTEHTENbHOCTH DITITT
D. Absolute spektrale Empfindlichkeits-
kennlinie
E. Absolute spectral-response characte-
ristic
F. Caractéristique de sensibilité spectrale
absolue
153. OTHOCHTENLHAS CIEKTPATBHAA XAPAKTEPU-
cTHKa yyBeTBHTEdIbHOCTH DI
D. Relative spektrale Empfindlichkeits-
kennlinie

BOJLTOBDIE XAPAKTEPUCTHKH

154. Bompr-amnepnas xapakrepactuka OATITI
D. Strom-Spannungs-Kennlinie
E. Current-voltage characteristic
F. Caractéristique couranttension
155. Bxoanaa BOAbT-AMNEPHAS XAPAKTEPHCTHE
thororpanzncropa
D. Eingangs-Strom-Spannungs-Kennlinie
E. Input current-voltage characteristic
F. Caractéristique couranttension d’entrée
156. Boixoanasi BONLT-AMOEPHAA XAPAKTEPHC-
THKA OTOTPAN3MCTOPA
D. Ausgangs-Strom-Spannungs-Kennlinie
E. Output current-voltage characteristic
F. Caractéristique couranttension de sortie
157. BobTOBAA XAPAKTEPHCTHKA IYBCTEHTENDb -
nocrn OHIIII
D. Betriebsspannungsabhingigkeit
Empfindlichkeit
E. Bias voltage response characteristic
158. BonbwToRas XapAKTEPMCTHKA TOKA LIyMa
GBI
D. Betriebsspannungsabhingigkeit
Rauschstromes
E. Bias noise current characteristic
155. BonbToEAA XAPAKTEPUCTHKA HANPAIKEHNSA
wyma OHIIT
D. Betriebsspannungsabhingigkeit
Rauschspannung
E. Bias noise voltage characteristic
160. BoasToBad XapPAKTEPMCTMKA YAEMLHOM
00HAPYKATENbHOH cnocobnoct PIHIITI
D. Betriebsspannungsabhingigkeit der
Nachweisfihigkeit
E. Bias detectivity characteristic

der
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3aBHCAMOCTE MOHOXPOMATHISCKOM TyB-
crprensaoctit MIDIIIT oT IIMHBL BOIHEL
PETHCTPHPYEMOTO MOTOKA W3TYICHUS

3aBUCHMOCTE MOHOXPOMATHYECKON UyE-
creutenprocTH DHITITI, w3MepeHHOH B
A0 COIOTHBIX EIUHUIAX, OT IHHABL BOTHEL
PETHCTPUPYEMOTO MOTOKA W3IYIEHWS

3aBHCHMOCTE MOHOXPOMATHICCKON TyB-
creurenciocTn  MBIIT, oTHeceHHO K
3HAYCHHK) MAKCHMAIBHON MOHOXpOMATH-
YeCKOH TYBCTBUTENBHOCTH, OT MINHEL BOJ -
HEI PETHCTPHUPYEMOIO TOTOKA HM3TYIEHHA

PDIOIITI

3aBHCHMOCTD 2IEKTPHYECKOTO TOKA OT
HanpsokeHws, npuioxerHoro x OHTII,
HnpH GUKCHPOBAHHOM [I0TOKE M3JIVIeHHS

3aBHCHMOCTE DIEKTPUIECKOr0 TOKA OT
HAIPSKEHHS Ha BX0jxe OTOTPAHINCTOPA
IIPH TOCTOSHHOM HANPIKCHIN HA BLIXOIE
1 (GUKCHPOBAHHOM IIOTOKE M3JTYyICHHA

3aBHCHMOCT MEKTPHYECKOr0 TOKA OT
HANPSKEHMA HA BHXOAE (OTOTPAHIHCTO-
pa IpY NOCTOSHAOM TOKE Ha BXOHe i Giik-
CHPOBAHHOM IIOTOKE [I3ITVIEHIS

3aBHCHMOCTE YYBCTBMTENBHOCTH OT HA-
npskeHns, npioxernoro Kk MOIIIL, mpu
(PrKeHpOBAHHOM TTOTOKE M3MYYSHHA

3ABHCHMOCTD CPENHErD KBAAPATHIHOTO
3HAYCHIS TOKA IIIYMA OT HAIPAXEHH, [IPH-
noxernoro xk MDIITT

3aBHCHUMOCTE CPENHETD KBAAPATHIHOTO
3HAYCHUS HANPSDKEHMsT LIyMa OT HAIpsi-
xeHws, npunoxenuoro Kk GHTITI

3aBHCHMOCTD VACIBHON 00HAPVXUTENb-
roit cnocobrocTi GOIIII 0T HANpsKEHs,
NPHIOKEHAOTO K HEMY
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Bykgsemmioe obosHavyeHIE

T
ePMITH — MEXIyH- OnpeneneHne
POAHOE
161. BonbToRas XapaKTepUCTHKA Kodqupunu- M(U), M, (D), 3apHcHMOCTE KO3MDUITHE HTA YMHOXKE-
€HTA YMHOKEHHS JABHHHOIO (hOTOAMOIA MED(U) Mpk(U) HIUS TABHHHOro GOTOOHOLA OT HAIPSKE-

D. Betriebsspannungsabhingigkeit  des
Vervielfachungsfaktors der Lawinen-
photodiode

E. Bias multiplication factor characte-
ristic of the avalanche photodiode

HMA, NTPHAJIOXKECHHOIO K HEMY

XAPAKTEPUCTUEKHA 3ABUCHTMOCTH IIAPAMETPOB ®31I11 OT ITOTOKA U3IYIYEHUA

162. DuepreTnueckas XapakTepHCTHKA GoTo-
toka PIIIII
D. Abhingigkeit des Photostroms von dem
Strahlungsfluss
E. Photocurrent-radiant flux characteristic
163. DuepreTMecKas XAPAKTEPHCTHKA  HA-
npsakenns oroeurnana OIHTITT
D. Abhingigkeit der Photoelektrischen
Signalspannung von dem Strahlungs-
fluss
E. Photoelectric signal voltage-radiant flux
characteristic
164. DHepreTmyecKas XAPAKTEPHCTHKA CTATH-
YECKOro COnpoTHRIenus ¢oTope3ucTopa
D. Strahlungsflussabhingigkeit des sta-
tischen Widerstands
E. Radiant power-static resistance charac-
teristic
165. JTII0KCOMHUECKAS XAPAKTEPHCTHEA (hoTo-
Pe3UCTOPA
D. Abhingigkeit des inneren Widerstands
von der Beleuchtungsstirke
E. Resistance-Illuminance characteristic
166. JIokc-amnepnaa xapakrepuctuka DT
D. Abhingigkeit des Photostroms von der
Beleuchtungsstiirke
E. Photocurrent-Illuminance characte-
ristic
167. BXoaHAS DHEPIETHIECKAS XAPAKTEPHCTHKA
thororpanzncropa

168. BbIxoHad DHEPreTHYeCKas XapaKTepucTH-
K4 (hOTOTPAH3NCTOPA

YACTOTHBIE XAPAKTEPUCTHUKHA

169. HacToTHAA XAPAKTEPUCTHKA YYBCTBUTENb-
noctu GBI
D. Frequenzgang der Empfindlichkeit
E. Frequency response characteristic
F. Caractéristique de fréquence de la ré-
ponse

I (®)

U(D)
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UBx((D)a

IBX((D)
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R(®)

Ry(E),
Ry(E)

T4(B)

S

3apucumocthb dotoToka GITIIT oT no-
TOKA WIJIH IDIOTHOCTH IIOTOKA H3MYIeHus,
nanatoniero wa GOII1

3aBHCcHMOCTE nMapameTpa GOTOTOKA,
COTIPOTHBICHNS, HANMPSXeHHd TG0 TOKa
(orocuraana GITITT oT NOTOKA HITH TUTOT-
HOCTH TOTOKA V3MYICHVS, TATAM0NEro Ha
GHTITT

3aBHCHMOCTD CTATHYECKOTO COMPOTHB-
nenus  GOTOPe3NCTOPa OT TOTOKA WITH
[UIOTHOCTH [TOTOKA H3MYISHNs, Tanarole-
ro ma oTopesncTop

3aBHCHMOCTD CBETOBOIO COIPOTHBIIE-
HIS DOTOPE3NCTOPA OT OCBEIIEHHOCTH FITH
CBETOBOTO IOTOKA, Mamaiomero #a Goro-
pesmcTop

3apucumocthb dotoToka GITIIT ot oc-
BELIGHHOCTH K CBETOBOIO MOTOKA, II-
narormero xHa OHIITT

3aBHCHMOCTD HAIPSIKeHMsT (TOKAa) Ha
Bxone (POTOPE3HCTOPA OT IIOTOKA FUTH TIIOT-
HOCTH ITOTOKA H3IYICHWA IIPH I[IOCTOSH-
HOM HATPSKEHHWH HA BRIXOAE W (DHKCHPO-
BAHHOM TOKe (HAMPSKCHHH) HA BXOOC

3aBHCHMOCTD 3NMEKTPIYECKOTO TOKA HA
BEIXOAEe (POTOTpEH3NCTOpA OT MOTOKA WITH
MJIOTHOCTH TTOTOKA M3MYIeHUS [TPH TTOCTO-
SHHOM HAaIPsCKEHWH HA BEIXOHE M (PHKCH-
POBAHAOM TOKe (HAIPSKESHHH) HA BXOIE

OIIII
3aBHCHMOCTE qYBCTBHTEIHHOCTH

GITITT oT 9acTOTEl MOAYISITHH TOTOKA
M3V IS H ST
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BykBenHoe ©0O3HAUCHHE

Tepmuu pyceKoe MEXIyH- OmnpenenecHue
POAHOE
170. Cnextp Toxa uryma OITITI (N L(h PacnpeneneHye TMIOTHOCTH CpPefHEro
D. Rauschstromspektrum KB3JPaTHYIHOTO 3HAYCHHS TOKA IIYMA
E. Noise current spectrum GI3TIT no gacTotam
F. Spectre du courant de bruit
171. Coexrp nanpsixenust uryma OHIITT o0h uen Pacrpezenenyie MIOTHOCTH CPETHEro
D. Rauschspannungsspektrum KBAAPATHIHOTO 3HAYECHHS HANPAXKCHHA
E. Noise voltage spectrum myma @IIIII o gacToTam
F. Specire de la tension de bruit
172. acToTHAas XAPAKTEPUETHKA Y/IETbHOMN 00 - D DHH 3aBHCHMOCTD YIETbHO 00HAPYKHUTENb-
HAPYAMTETLHOH cnocobnoeTy DITITT Hoft cnocoGrocTH MATITI 0T YaCTOTEL MO-
E. Specific detectivity frequency depen- OYMALHA TOTOKA M3TYIeH A
dence

POHOBDBIE XAPAKTEPUCTUKH POIIII

173. droHOBAsA XAPAKTEPHCTHKA CEETOBOIO CO-
nporusaennss PHIIIT
D. Abhingigkeit des Hellwiderstands von
dem Hintergrundstrahlungsfluss
E. Resistance under illumination-back-
ground radiant flux characteristic
174. MoHOBAA XAPAKTEPHUCTHKA YYBCTBUTENL -
nocrn GHIITL
D. Abhingigkeit der Empfindlichkeit von
dem Hintergrundstrahlungsfluss
E. Responsivity-background radiant flux
characteristic
175. Monosad XapaKTEPHCTHKA TOKA MIYMa
DHIITI
D. Abhingigkeit des Rauschstroms von
dem Hintergrundstrahlungsfluss
E. Noise current-background radiant flux
characteristic
176. MonoBas XAPAKTEPUCTHKA HANPAKEHHS
wyma DHIII
D. Abhiingigkeit der Rauschspannung von
dem Hintergrundstrahlungsfinss
E. Noise voltage-background radiant flux
characteristic
177. MonoBas XAPAKTEPHCTHKA NOPOra YyE-
cereurexsnoery  DOBDIII B exnnmanoil nono-
€€ 4acToT
D. Abhingigkeit der equivalenten Rau-
schleistung im Einheitsfrequenzband
von dem Hintergrundstrahlungslei-
stung
E. NEP-background radiant flux characte-
ristic
178. @oHOBas XAPAKTEPHCTHKA ¥IEAbHOH 00-
HAPYAKMTEIbHOH cnocobrnocTy DHIIIT
D. Abhingigkeit der spezifischen Nach-
weisfihigkeit von dem Hintergrund-
strahlungsfluss
E. Specific detectivity-background radiant
flux characteristic
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3aprcuMocTe conporneinenna GIIITT
OT HEMOIYJIFPOBAHHOIO [IOTOKA I3YIEHHA
dona

3agrcHMocTh gyBeTBHTENBHOCTH MIATITI
OT HEMOIYJIHPOBAHHOIO IIOTOKA WATYICHNS
doHa

3arucumocTh ToKa 1myma @OITITT ot
HEMOIYIHMPOBAHHOIO IOTOKA H3JTYyICHNA
dona

3aBHCHMOCTE ~ HANPSKEHWS — IIYMa
OIIIII oT HEMOIXYIHPOBAHHOIO [IOTOKA
wanygeHna ona

3aBHCHMOCTL TOPOTA UYBCTRHTEILHOC-
i OIIIII B eHAITHON HONOCE YACTOT OT
MOTOKA manyaeris Gora

3aBHCHMOCTD VACIBHON 00HAPVXUTENb-
ot criocotrocTi MOIII oT HeMOIyITH-
POBAHHOIO TOTOKA HITYIEHHS (DOHA
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Bykgsemmioe obosHavyeHIE

TepvuH — MEXIyH- Onpenenenne
pOIHOE

TEMIIEPATYPHBIE XAPAKTEPUCTHUKH DS3TITL

179. TemmepaTypnasd XapakTepPUCTHKA CEETO- R (D Ry (D), —
Boro conporusnenns GHIII Ry
D. Temperaturverlauf des Hellwiderstands
E. Resistance under illumination-tempe-
rature characteristic
180. Temneparypnaa XAPAKTEPHCTHKA TEMHO- Ry (D) — —
Boro conporusnenns GITII
D. Temperaturverlauf des Dunkelwider-
stands
E. Dark resistance-temperature charac-
teristic
181. TeMnepaTypHas XApAKTEPHCTHKA TEMHOBOIO I (D L, (D —
toka PIIIII
D. Temperaturverlauf des Dunkelstroms
E. Dark current-temperature characteristic
182. TemnepaTyphas XapaAKTEPUCTHKA YYBCTBH- S(T S(1) —
teasHocTn OITITT
D. Temperaturverlauf der Empfindlichkeit
E. Responsivity-temperature characteristic
183. TemneparypHas XAPAKTEPHCTHKA TOKA (7 L(T) —
wyma PHIIII
D. Temperaturverlauf des Rauschstroms
E. Noise current-temperature characte-
ristic
184. TeMneparypnas XApakTEPHCTHKA HANDPHA- U.(n U(n —
axenns wyma DIHTITT
D. Temperaturverlauf der Rauschspan-
nung
E. Noise voltage-temperature characteris-
tic
185, Tempeparypuas XAPAKTEPHCTHKA DOPOra @ (1) — —
yygeTeuTeabHocTH OITIIT B enqunuunoii no-
Joce 9acTOT
D. Temperaturverlauf der Hquivalenten
Rauschleistung im Einheitsfrequenz-
hand
E. NEP-tcmperature characteristic
186. TeMnepaTypnas XapakTEPHCTHKA YAEIb- DE(T D —
HOH OOHAPYHKHTENbHOH cnocobnocTn PHIIII
D. Temperaturverlauf der spezifischen

Nachweisfihigkeit
E. Specific detectivity-temperature cha-
racteristic
187. TemnepaTypnas XapakTepucTHKA Jpeiigha (1) Xo(D 3aBHCHMOCTDL CMENIEHWS HYIEBOH TOY-
HYJICBOil TOYKH KOOpPAMHATHOIO (oroauona K1 KOOPIMHATHOIO (GOTOIHOAA OT €I0 TEM-
D. Temperaturverlauf der Nullpunktdrift TepaTypPHl

E. Zero drift-temperature characteristic

BPEMEHHBIE H TPOCTPAHCTBEHHBIE XAPAKTEPUCTHKH D3IITI

18R8. Tlepexoqnas HOPMUPORAHHAS XAPAKTEPUC- Fo(2) — Otromerne GOTOTOKA, OTMACHIBAIOIIE-
tka DI ro peaxtinio GITITI B 3aBHCHMOCTH OT Bpe-
D. Normierte Ubergangscharakteristik MEHW, K YCTAHOBHBINEMYCH 3HAYCHUIO
E. Normalized transfer charakteristic QoToTOKA NPH BO3ASHCTBIN UMITYIBCA W3-
F. Caractéristique de transmission norma- IVaeHNs B OpMe SOUHHIHON CTYVIICHIN.
lisee

156
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Bykgsemmioe obosHaveHIE

T
epPMHH pyceKoe MEXIyH- OmnpenenecHue
POIHOE
IlpumMmeganue MMmoyise nary-
yeHus B hopMme eNTHIIHON CTereHN OTH-
CHIBACTCH BRIPAKETHEM
.00 0mp, <0
)=
? @, 1p, 120,
B 0bmem ciyuae mepexogHas HOPMH-
POBAHHAS XAPAKTEPYCTHKA MOKET HMETh
BHIT;:
Fald)
!
gy
a1
Tps- t
o1 wl
Ty:m
189. O0paThnas nepexoaAnas HOPMUPOBAHHAS ho(D) — Ornomierse HOTOTOKE, ONIICHIBATOMIC-
xapaxrepuernka GOIIT ro peakuo OIOIII B 3aBHCHMOCTH OT Bpe-
D. Normierte Umkehriibergangscharacte- MEHH, K HaYalbHOMY 3HAYEHHK (GOTOTO-
ristik K2 TIPH pe3KOM IPeKpaieHin Bo3eicTBig
E. Normalized inverse transfer characte- U3TYHCHNS.
ristic MMpuwmewanne. [Motok m3nyge-
F. Caractéristique de transmission inver- HU TIPH PE3KOM TPEKPAIEHNH BO3AEH -
se normalisée CTBHSI OITMCEHIBACTCS BHIPAKEHTEM
(Dao np, <0
(Da(t) =
0mp, >0
hpl(2)
1
a9
af Fa N . Y
a T 7
Tag-o7
190. KoopaunaTnasa XapaKTepuCTHKA KOOPIH- U (X — 3aBHCHMOCTD BEIXOTHOTO HATPSIKCHHSA
HATHOTO (hOTOAHOAA WM TOKA (OTOCUTHANA OT KOOPIWHATEI
CBETOBOTO MATHA HA (DOTOYYBCTBUTEILHOM
3NeMenTe KoopruHarioro Goroamoga
191. Bpemennoii apeii nynesoi ToukH KoOp- X0 X, (9 CMeleHIE HYTEBOH TOYKH KOOPIMHAT-
AHHATHOTO OTOAMOIAA Horo doToxyona MpPH MOCTOSHHON TeMIIe-
Hpefid wyns patype B TEUYEHHE 3a0AHHOTO IHTepBaia
D. Nullpunktdrift BpEMEHH
E. Zero drift
192. Pacnopenenense 4YyBCTBMTCNBLHOCTH 1O S(x, ¥ S(x, ) 3aBHcHMOCTD TyBcTBHRTEbHOCTH MDIILI
snementy OITITT OT TIONOXEHWSA CBETOBOTIO 30HAA HA CBETO-
D. Empfindlichkeitsoberflichenvertei- TYBCTBHUTEIBHOM RJIEMEHTE
lung
E. Responsivity surface distribution
F. Distribution superficielle de la réponse

157




C.25TOCT 21934—83

Bykgsemmioe obosHavyeHIE
T
ePMHH — MEXIyH- Onpenenenne
POIHOE
193, ¥rnopas XapaKTepuCTHEA 1Y BCTBUTEILHO- S(©) S(©) 3aBHCcHMOCTD TyBcTBUTe NbHOCTH OOIIII
ctu OB OT yIoTa MEXAy HANPaBIeHUEM Manariero
D. Empfindlichkeitswinkelverteilung W3MYICHH M HOPMAalbK) MIIOCKOCTH (OTO-
E. Responsivity directional distribution YYBCTBHTETLHOIO 3IEMEHTA
F. Distribution directionnelle de la réponse

* Ha M3TITI moxeT AeficTBOBATH PABHOBECHOE TETJIOBOE MANYIEHHE TPH 33MaHHOM TemnepaType B adhek-
TreHOM Tone 3perna OITITT.

** TepMurabl 64—74 MOTYT YIIOTPEGIATHCA B PasnHyHbiX koMmGuHarmsax. Harprnvep, BONbTOBAS WHTETPATHHAS
TYBCTBUTENBLHOCTE S, . (KoMOHAAMA TepMUHOE 69 1 70), BOILTOBAS MOHOXPOMATHYIECKAS TyBCTBHTEILHOCTD S,
(KoMOHHALNA TepMUHOE 69 1 71), TOKOBas IYBCTBUTEILHOCTE K OCBEIIEHHOCTH S7; U TOKOBAS UYBCTBHUTEILHOCTD K
CBETOBOMY ICTOKY 5} ¢, (KOMOMHALMS TEPMIHOB 68 ¢ 65 1 67).

Byksennsie 0b603HATCHIS NPH 5TOM QOPMUPYIOTCS W3 OYKBEHHEBIX 0003HAYEHNIT TepMIHOB, YIACTBYIOLNX B
KOMOWHAITHH.

B crygasx, Korga B TeKCTE YKA3aHA PASMEPHOCTh YYBCTBUTENLHOCTH, JOMYCKAETCA OMYCKATD ONPENEITSIONHE 1
MOMOTHAIINE CIOBA B KOMOWHUPYEMBIX TePMUHAX.

ok Bepxai WHACKC «3», «bp, «k» B 0. 102—125 ykazbisaeT Ha cxeMy BKITIOYeHNS (POTOTPAHINUCTOPA COOTBET-
CTBEHHO ¢ OOUIMM 3MUTTEPOM, ¢ OOIIEil 6a3oil, ¢ 0OMMM KOIIEKTOPOM.

AJIIPABUTHBIN YKABATENL TEPMUHOB HA PYCCKOM fA3LIKE

Bpems asTonoMHO# paborsl oxnaxaaemoro PHIITT 150
Bpems Bbixona Ha pexnm oxmakmaemoro PO 149
Bpema napacranus 91
Bpems napacranus @ITITI 91
Bpems cnana 92
Bpems cnaga DHIITT 92
Bpems yecranoBnenus 93
Bpemsi yCTAHOBAEHHA DEPEXOAHON HOpMHPOBAHHOH xapakTepucruku POIIII no yposmo & 93
Boisoa oT03NEKTPHICCKOT) NOMYNPOBOAHHKOBOTO NPHEMHHKA M3NYICHHSA 41
Boreog ®OIIIT 41
Buixon doTonpueMHoro yerpoiicTea 48
HMuanazon POIIIT qunamuaeckuii 141
JMuadparma GoTOINEKTPHYECKOTO NONYNPOBOTHHKOBOr0 NPUEMHHKA H3NYYEHUS ANERTYPHAA 47
Juadparma O aneprypras 47
JIMMHA BOJNHBI MAKCHMYMA COEKTPANLHON uyBcTBHTENLHOCTH DITITI R4
I'panuna coexrpansuoii ayscrsurensnocry POIII pamnHoB0NHOBAS 86
T'panuna cnekrpanbuoi uyseTEHTEbHOCTH DOITITT KOPOTKOBOIHOBAS 83
Hpeiidy nynesoil ToOUkH KOOPIUHATHOrO ()OTOANOAA BREMEHHOMH 191
Jpeiidy wyna 191
Emkocrs GDIITT 95
3azop muorosnementnoro OIHTIIT mMexdaeMeHTHLIA 99
30HA KOOPIHHATHON XAPAKTEPHCTHKN KOOPAMHATHOIO (DOTOIHONA JIMHEARAS 127
KonTakt (OTOYYBCTBHTENBHOTO 3IEMEHTA 42
KoHTakr (poTOo9yBCTBHTENBHOTO 2NEMEHTA (GOTOINEKTPHICCKOTO NONYOPOBOAHHKOBOTO NPHEMHHKA M3NYI4CHMA 42
Kopnye $oTO3MEKTPHYECKOr0 NONYOPOBOIHHKOBOrO NPUMEMHHKA M3NY4YeHus 43
Kopaye ®DIIII 43
Kosdypunyenr oTHOCHTENbHOTO HHAKCKIHOHHOIO YCHICHHS WHMKEKIMOHHOrO doroanoaa 137
Koadipunuenr padouero HANpsKeHus TABHHHOre (OTOIHOAA TEMOEPATYPHBLH 135
Kosdmuent yMHOKenMS TEMHOBOTO TOKA JABAHHOTO (HOTOAHOA 132
Kosdpnnmuent ymHoxenus oToToKa NABMHHOTO (OTOIMONA 133
Kosddmuenr yeunenus unexnuonnoro doroamona 136
Kosddmuuenr yennenns no doroToKy oToTpan3NCTORA 126
Koadpmuuenr dororoxa OIITIT remneparypubiii 146
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Kosdipunuent dorosnexrpuaeckoil cesizn  Muorodaementhoro PHIII 100
KpyTH3HA KOOPAMHATHONH XAPAKTEPHCTHKH KOOPAHHATHOIO (poTonuona AudepeHnnaibHas 128
KpyTHana KOOpAMHATHOR XAPAKTEPHCTHKH KOOPIAHHATHOrO (DOTOJHOAL CTATHYECKAS 129
Mommocts n3nyaenus aus ©ITIIT kparuaeckan 140
Mounocrs DITITT paccensaemas 138
Mounocrs OBTITT pacceneaeMas MAKCHMANBLHO JONYCTUMAS 139
Haknon moxcomuyeckoil xapakrepucTuku (horopesncropa 75
Hanps:enne Kowiekrop-6aza ¢ororpanzdcropa npodusnoe 106
Hanps:kense KOJLIEKTOP-3MHTTEP (POTOTPAHIHCTOPA NPOOHEBHOE 105
Hanpsa:kenue na da3e goroTpanncropa 104
Hanpsxenne Ha Komwnekrope ()OTOTRAHIHCTOPA 102
Hanpaxenue na HMuTTEepe (POTOTPAHINCTOPA 103
Hanpsaxenue doToauoaa npobuenoe 50
Hanpsaxenue dorocurnana OITITT 6l
Hanpsaxenne OIHTITT MakeHManbLHo JonycTuMoe 51
Hanpaxenne OITITI paGouee 49
Hanpsxenne wyma PIHIIII 87
Hanpsaxenne sMuTrep—0a3a Qororpan3ncTopa npodusnoe 107
Hanpszenne SMMTTEPp—KOLIEKTOP (DOTOTPAHIHCTOPA NpodHBHOE 108
Hepasnomepnocts uyscrsurensuocty OIIIIT no snementy 142
Hecradnibnocrs conporusienns DOHIIIT 143
Hecradnnsnocts Temuororo Toka OITITT 144
Hecradnnsnocrs @D ceeropas 147
Hecradnnsnoers uyscteuTensnoctn GITITI 145
ObaacTs cnekrpanbnoi ayscTeuTeasHocT DHIIII 87
OxHO (OTOZNEKTPHYECKOTO NOMYNIPOBOAHMKOBOI0 NPHEMHHKA HINYYEHMA BXOJHOE 46
Oxro @ITIIIT sBxomgHoe 46
ITnomans OITIIT dorouyscTEnTenbHas 3thdeKTnEnAS 88
Iloanoxkxa ¢oTO3NMEKTPHICCKOTO NOIYOPOBOAHMKOBOIO NMPHEMHMKA H3IY4CHMA 45
Tlomnoxxka OITITT 45
ITone zpenns DIIIII sddexTurnoe 90
Tlopor 78
Ilopor B egrHHIAON MONOCE YACTOT 79
Tlopor yaensHbIH 80
ITopor uyscTeurensnoctn PIHIIIT 78
IHopor uyscreuTenbnoctn POIIIL B eannmanoii nonoce 4acTor 79
ITopor uyscreurensnocrn POIIIT paauannoHnbIi 83
TTopor uwysetBuTensHocTH OITITT yaennubii 80
IIpnGop nONYNPOBOIHHKOELIA (POTOUYBCTBHTENbLHbIH 1

ITpueMnuk W3TyYenns NOMYNPOBOAHUKOBLIH (hOTOINEKTPHYECKHH 2
ITpuemMnuk W3TydeHus NONYNPOBOAHMKOBBIN (DOTOBNEKTPUYECKHIl TeTepoIuHHbIA 8
IIpneMnuK W3My4eHnns NONYNPOBOJHUKOEBIA (OTOINEKTPHYECKHA HMMEPCHOHHLI 9
IIpuemMuuK HBMy9eHHs NOLYOPOBOAHMKOBLIH (OTOINEKTPHUECKHH KOOPAMHATHLIA 7
IIpueMHK WIIY4EHHSA DONYNPOBOAHMKOBBIH (DOTOIMEKTPHYECKHH MHOIOCHEKTPANLHBIN 4
IIpueMHMK W3Ny4EHHA DOAYNPOBOIHMKOBLIH (OTORNEKTPHYCCKHHA MHOIOIIEMEHTHBIH 6
IIpueMHHK WIIY4EHHS DONYOPOBOAHMKOBBLIH (DOTOINEKTPHICCKHH OJHOIIEMEHTHBII 5

TIpueMHMK H3IYYEHHA NOAYOPOBOAHMKOBDIA (POTOINEKTPHUECKMH OXMAKAAEMBIA 20
TIpounocts w3oaanuu OITIT snexTpuueckas 52
p-i-n doroanox 12
Pazbpoc 3nauennii napamerpos muorosinemenrnoro OHIITT 101
Pacnpeaenenne uyscTEMTENLHOCTH MO 3neMenty OITITI 192
PemnM KOpOTKOro 3aMbiKaHusa (GOTO3JNEKTPHIECKOr0 NOXYHPOBEOJHHKOEOIO NPMEMHHKA H3JNydCHMS 36
Pesxiv Koporkoro samemkanms OITITT 36
Pesgvinve O 30
Pexxum orpannuenns daykryanuamu uncaa ¢goronos ¢gona GoTosNeKTPHYECKOTO NOAYIPOBOTHHKOBOTO IPH-

€MHHKA W3My4eHUs 29
PemuM ONTHYECKOTO TETEPOAMHHOTO NpHeMa (POTOINEKTPHUECKOTO NOMYNPOROJHUKOBOTO NPHEMHMKA M3Y-

YeHns 39
Pexum onTHaeckoro retreponuiHoro npuema OITITT 39
Pesum onTnueckoil renepanun (JOTO3EKTPAYCCKOrO NOMYNPOBOIHHUKOBOI0 NPHEMHAKA W3IYYEHHS 30
Pexum O 29
Peanm padorsl HOTOAMOAA JNABHHHLLH 33
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Pexum padorsl oToTpaHIHCTOPA ¢ MIABAKOMIEH Dazoii 35
Pexum padorsl OTOIEKTPHIECKOTO NOMYIPOBOIHHKOBOIO NPHEMHHKA H3IYIEHMA ¢ COTIACOBAHHOM HATPYIKOI 38
Pexxym patorer @ITIT ¢ cornacoBaHHON HATPY3KOit 38
Pexxum TT 31
PexuM TepMMUECKod TeHEpAuuH (JOTOINEKTPHYECKOTO NOJYNPOBOIHHKOBOIO NPHEMHHUKA WAIYUYEHUS 31
Pexum doToranLeannyeckni 34
Pexnm doToamoansiii 32
Pexnm xonocroro xoaa ¢roTO3NEKTPHYECKOro NONYIPOBOAHHKOBOIO NPHEMHHKA H3IYUCHHH 37
Peskiim xostoctoro xouna GOIIIT 37
CKAHNCTOP DOMYOPOBOAHHKOBBIH (DOTOIIEKTPHYECKMH (DOTOUYBCTBHTEIbHBIH 25
ConpoTHEIEHHE KOOPAMHATHOIO (OTOAHOAA BHIXOIHOE 131
Conporusinenne ()OTOIAMOA NOCNETOBATENLHOE %6
Conporuenenye oTOIU0AA TPH HYJIEBOM CMENIEHHH 50
Conporuenenue DIIII creroroe 57
Conporusnenue DHIIT crammyeckoe 34
Conporugnenue OITII Temnoroe 35
Conporusnenue OIIIIT snexrpuaeckoe quddepeHnHANIbHOE 53
Cnexrp nanpsxenns myma OOIIIL 171
Coekrp Toka myma PIIIIT 170
CnocoGnocrs @I obnapyxurensuas 81
Cnocodnocrs @IIITT 0GHAPYKMTENLHASA YIENbHAN 82
Temneparypa BbIX0/A HA PEKMM ONTHIECKOH reHepAnHH 148
Tox 6azm oroTpanzucropa obunit 121
Tox 6a3bl GOTOTPAHIMCTOPA TEMHOBOW 111
Tok KowrexTopa (oTOTPARZHETOPA OOMIHI 119
Tok kKomwmexropa OTOTPAHINCTOPA TEMHOBOM 109
Tox koinexrop-6aza dororpanzucropa odumi 123
Tox komnekrop-6a3a QOTOTPAHINCTOPA TEMHOBOH 113
Tox KoLiekrop-3MurTep (GOTOTPAHINCTOPA OB 122
Tok komwrexTop-3MUTTEp (OTOTPAHIMCTOPA TEMHOBOM 112
Tox drorocurnana GIHIII 62
Tox PIIITT oGwmit 60
Tok PDHIIII TemHOBO 38
Tox mryma DIHIITT 70
Tox sMuTTep-0a3a GOTOTPAHIUCTOPA TEMHOBOI 114
ToK SMHUTTEP-KOLIEKTOP (OTOTPAHINCTOPA TEMHOBOH 115
Tox sMmurTepa GoTorpanzIncTOpa odUIMI 120
Tok 3MuTTEpa HOTOTPAH3UCTOPA TEMHOBOM 110
Touka KoopauHATHOrO (OTOAMOAA HY.JIEBASA 130
Tounocts noaaepxanus padoyero HANPSAKEHUS NTABMHAOTO (oTOHOAA 134
Vroa apenns OIHTI nnockuii &9
¥Yerpoicreo ¢ BHyTpeHHe#H KommyTanuedl ()OTONpHEMHOE MHOrO3JIEMEHTHOE 23
Yerpoicereo ¢ pa3aeiueHHbIMM KAHANAMH (JOTONPHEMHOE MHOIO3IEMEHTHOE 22
Yerpoiierso doronpueMmuoe 3
Yerpoiicrso oronpuemMnoe rudpuanoe 28
Yerpoiierso ¢oTONpHEMHOE MHOTOCHCKTPRANBLHOE 24
¥Yerpoiicteo oTONpHEMHOE MOHOJIMTHOE 27
Yerpoiicteo dioTonpueMnoe 0JHOIIEMEHTHOE 21
Yerpoiicteo QoTONpHEMHOE OXNMAKAAEMOE 26
Doroanon 11
PoToaM0a MHKEKIMOHNLIH 16
DoTOAMOA TABHHHLIIA 135
@®oroanoa ¢ Gaprepom IMlorTEn 13
@oToaHOA ¢ rereponepexoiaom 14
MoTopezucTop 10
@oroTok 0azel oToTpAHIHCTOPA 118
DOTOTOK KOLTEKTOpa (OTOTPAHIHCTOPA 116
@ororox PHIITT 59
DoTOTOK SMUTTEPA (HOTOTPAHIUCTOPA 117
DoTOTPAHIHCTOP 17
DOTOTPAHZHCTOP DUNONAPHBII 19
DOTOTPAHIHCTOP NONEBOI 18
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BDaeMeHT (QOTOYYBCTBHTEIBHBIN

DneMenT (OTOINEKTPHYECKOTO TNOMYIPOBOAHMKOBOT0 TNPHEMHHKA HIMYYeHMS WMMEPCHOHHBIHA
DneMenT (OTOINEKTPHYECKOTO NOMYIPOBOAHMKOBOI0 NPHEMHHKA H3INY4EHMA (OTOYYECTEHTEILHLIA
Anemerr OITITT uMMepCHOHHBIT

AJN®ABUTHBIN YKA3ZATEIL TEPMUHOB HA HEMEIIKOM SI3BIKE

Abfallzeit der normierter Umkehriibergangskennlinie

Abhingigkeit der Empfindlichkeit von dem Hintergrundstrahlungsfluss
Abhingigkeit der equivalenten Rauschleistung im Einheitsfrequenzband von dem Hintergrundstrahlungsleistung
Abhingigkeit der Photoelektrischen Signalspannung von dem Strahlungsfluss
Abhingigkeit der Rauschspannung von dem Hintergrundstrahlungsfluss
Abhingigkeit der spezifischen Nachweisfihigkeit von dem Hintergrundstrahlungsfluss
Abhingigkeit des Hellwiderstands von dem Hintergrundstrahlungsfluss
Abhingigkeit des inneren Widerstands von der Beleuchtungsstirke
Abhingigkeit des Photostroms von dem Strahlungsfluss

Abhingigkeit des Photostroms von der Beleuchtungsstirke

Abhingigkeit des Rauschstroms von dem Hintergrundstrahlungsfluss
Absolute spektrale Empfindlichkeitskennlinie

Ansprechempfindlichkeit

Anstiegszeit der normierten Ubergangskennlinie

Aperturblende des Photoempfingers

Aquivalente Rauschleistung

Aquivalente Rauschleistung im Einheitsfrequenzband
Ausgangs-Strom-Spannungs-Kennlinie

Basisdunkelstrom

Basisfotostrom eines Phototransistors

Basisgesamtstrom eines Phototransistors

Basisspannung

Beleuchtungsstirkee mpfindlichkeit

Bestrahlungsstirkeempfindlichkeit

Betriebsspanmung

Betriebsspannungsabhingigkeit der Empfindlichkeit
Betriebsspannungsabhingigkeit der Nachweisfihigkeit
Betriebsspannungsabhingigkeit der Rauschspannung
Betriebsspannungsabhingigkeit des Rauschstromes
Betriebsspannungsabhingigkeit des Vervielfachungsfaktors der Lawinenphotodiode
Bipolarphototransistor

Differentielle Empfindlichkeit

Differentieller elektrischer Widerstand

Dunkelstrom

Dunkelstromverstirkungsfaktor der Lawinenphotodiode

Dunkelwiderstand

Durchbruchspannung einer Photodiode
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Dynamischer Bereich
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Einstellzeit der normierten Ubergangskennlinie
Emitter-Basis-Dunkelstrom eines Phototransistors
Emitter-Basis-Durchbruchspannung eines Phototransistors
Emitterdunkelstrom

Emittergesamtstrom eines Phototransistors
Emitter-Kollektor-Dunkelstrom eines Phototransistors
Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung eines Phototransistors
Emitterphotostrom eines Phototransistors
Emitterspannung
Empfindlichkeitsoberflichenverteilung
Empfindlichkeitswinkelverteilung
Flichenungleichmissigkeit der Empfindlichkeit
Frequenzgang der Empfindlichkeit
Fuhlelementenabstand

Fiihlelementenanzahl

Gekiihlter Photoempfinger

Gesamtempfindlichkeit

Gesamtstrom

Gesamtverlustleistung
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Grenzfrequenz

Halbleiterphotoelement

Hellwiderstand
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Impulsempfindlichkeit

Injektionsphotodiode

Instabilititskoeffizient der Empfindlichkeit
Instabilititskoeffizient des Dunkelstromes
Instabilititskoeffizient des Widerstandes
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Kollektor-Basis-Gesamtstrom eines Phototransistors
Kollektordunkelstrom

Kollektor-Emitter- Dunkelstrom eines Phototransistors
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung eines Phototransistors
Kollektor-Emitter-Gesamtstrom eines Phototransistors
Kollektorfotostrom eines Phototransistors
Kollektorgesamtstrom eines Phototransistors
Kollektorspannung

Konstanthaltungsgenauigkeit der Betriebsspannung
Kurzschlussbetrieb des Photoempfingers
Kurzwellengrenze

Langwellengrenze

Lawinenphotodiode

Leerlaufbetrieb des Photoempfingers
Lichtempfindliches Flement eines Photoempfingers
Lichtinstabilitit

Lichtstromempfindlichkeit

Maximal zuldssige Spannung

Maximal zulissige Verlustleistung

Monochromatische Empfindlichkeit
Multispektralphotoempfinger

Nachweisfihigkeit

Normierte Ubergangscharakteristik

Normierte Umkehriibergangscharakteristik
Nullpunktdrift

Nullpunktwiderstand einer Photodiode
Nullvorspannungsbetriebsweise der Halbleiterphotovoltzelle
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Ortsempfindlicher Photoempfanger
Parameterstrenung

Photodiode

Photodiode mit Heteroiibergang
Photoelektrischer Kopplungsfaktor
Photoempfingeranschluss
Photoempfingerbetriebsweise bei Anpassung
Photoempfingerbetriebsweise bei Uberlagerungsempfang
Photoempfingereingangsfenster
Photoempfingergehause
Photoempfingerimmersionselement
Phioempfindliches Halbleiterbauelement
Photofeldeffekitransisfor

Photosignalstrom

Photostrom

Photostromverstirkungsfaktor
Photostromvervielfachungsfaktor
Phototransistor

Phototransistorbetriebsweise mit offener Basis
Photowiderstand

Pin-Photodiode

Rastermass

Rauschspannung

Rauschspannungsspektrum

Rauvschstrom

Rauschstromspektrum

Reihenwiderstand einer Photodiode
Relativer Verstirkungsfaktor

Relative spectral Empfindlichkeitskennlinie
Schichttrager des Photoempfingers
Schottkv-Photodiode
Spannungsempfindlichkeit eines Phototransistors
Spektrale Empfindlichkeit

Spektraler Empfidlichkeitsbereich
Sperrvorspannungsbetriebsweise der Halbleiterphotovoltzelle
Spezifische iquivalente Rauschleistung
Spezifische Nachweisfihigkeit

Statische Empfindlichkeit

Statischer Widerstand

Steilheit der Lux-Ohm-Kennlinie
Strahlungsflussabhiingigkeit des statischen Widerstands
Strahlungsflupempfindlichkeit
Stromempfindlichkeit

Stromempfindlichkeit eines Phototransistors
Strom-Spannung-Kennlinie
Temperaturkoeffizient der Betriebsspannung
Temperaturkoeffizient des Photostromes

Temperaturverlauf der dquivalenten Rauschleistung im Einheitsfrequenzband

Temperaturverlauf der Empfindlichkeit
Temperaturverlauf der Nullpunktdrift
Temperaturverlauf der Rauschspannung
Temperaturverlauf der spezifischen Nachweisfihigkeit
Temperaturverlanf des Dunkelstroms
Temperaturverlauf des Dunkelwiderstands
Temperaturverlauf des Hellwiderstands
Temperaturverlauf des Rauschstroms
Trigerlawinenzustand der Photodiode
Uberlagerungsphotoempfinger

Unabhingige Betriebszeit

Verstirkungsfaktor der Injektionsphotodiode
Vielelementphotoempfinger

Wellenlinge der maximalen Spektralempfindlichkeit
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AJIPABUTHBIN YKABATENL TEPMHUHOB HA AHTJIMMCKOM S3BIKE

Absolute spectral-response characteristic 152
Angular field of view 89
Avalanche mode of photodiode operation 33
Avalanche photodiode 15
Back-biased mode of photovoltaic detector operation 32
Background limited photodétector 29
Base dark current 111
Base photocurrent of a phototransistor 118
Base total current of a phototransistor 121
Base voltage 104
Bias detectivity characteristic 160
Bias multiplication factor characteristic of the avalanche photodiode 161
Bias noise current characteristic 158
Bias noise voltage characteristic 159
Bias voltage response characteristic 157
Bipolar phototransistor 19
BLIP 33
Breakdown voltage of a photodiode 50
Capacitance 95
Collector-base breakdown voltage of a phototransistor 106
Collector-base dark current of a phototransistor 113
Collector-base total current of a phototransistor 123
Collector dark current 109
Collector-emitter breakdown voltage of a phototransistor 105
Collector-emitter dark current of a phototransistor 112
Collector-emitter total current of a phototransistor 122
Collector photocurrent of a phototransistor 116
Collector total current of a phototransistor 119
Collector voltage 102
Cooldown time 149
Cooled detector 20
Current responsivity 68
Current responsivity of the phototransistor 124
Current-voltage characteristic 154
Cut-off frequency %4
Dapk current 58
Dark current multiplication factor of the avalanche photodiode 132
Dark current-temperature characteristic 181
Dark current unstability coefficient 144
Dark resistance 55
Dark resistance-temperature characteristic 180
Decay time of the normalized inverse transfer characteristic 92
Detectivity 81
Detector aperture stop 47
Detector-film base 45
Detector optical immersion element 44
Detector sensitive element 40
Detector terminal 41
Detector window 40
Differential electrical resistance 53
Differential responsivity 73
Dynamic range 141
Effective area of the responsive element 88
Effective weighted solid angle 90
Flement number 97
Element spacing 99
Emitter-base breakdown voltage of a phototransistor 107
Emitter-base dark current of a phototransistor 114
Emitter-collector breakdown voltage of a phototransistor 108
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Emitter-collector dark current of a phototransistor
Emitter dark current

Emitter photocurrent of a phototransistor
Emitter total current of a phototransistor
Emitter voltage

Field effect phototransistor

Figure of merit straggling

Floating-base phototransistor operation
Frequency response characteristic

Heterodyne detector

Heterodyne reception mode of detector operation
Heterojunction photodiode
Tuminance-resistance characteristique slope
TNlumination responsivity

Immersed detector

Independent operating time

Injection photodiode

Injection photodiode gain

Input current-voltage characteristic

Insulating strength

Irradiance responsivity

Light unstability

Long wavelength limit

Tuminous flux responsivity

Matched impedance mode of detector operation
Maximum admissible power dissipation
Maximum admissible voltage

Monochromatic responsivity

Multi-band photodetector

Multi-element detector

NEP-background radiant flux characteristic
NEP-temperature characteristic

Noise current

Noise current-background radiant flux characteristic
Noise current spectrum

Noise current-temperature characteristic

Noise equivalent power

Noise equivalent power of the background limited infrared photodetector (BLIP)

Noise voltage

Noise voltage-background radiant flux characteristic
Noise voltage spectrum

Noise voltage-temperature characteristic
Normalized inverse transfer characteristic
Normalized transfer characteristic
Open-circuit mode of detector operation
Operating voltage

Operating voltage constant keeping accuracy
Operating voltage temperature coefficient
Output current-voltage characteristic
Peak spectral response wavelength
Photoconductive cell

Photocurrent

Photocurrent gain factor
Photocurrent-illuminance characteristic
Photocurrent multiplication factor
Photocurrent-radiant flux characteristic
Photocurrent-temperature coefficient
Photodetector package

Photodiode

Photoelectric coupling coefficient
Photoelectric semiconductor detector
Photoelectric signal current
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11
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Photoelectric signal voltage

Photoelectric signal voltage-radiante flux characteristic
Photosensitive semiconductor device
Phototransistor

Pin-photodiode

Pitch

Position-sensitive detector

Pulse responsivity

Radiant flux responsivity

Radiant power-static resistance characteristic
Relative gain

Resistance-illuminance characteristic
Resistance under illumination

Resistance under illumination-background radiant flux characteristic

Resistance under illumination-temperature characteristic
Resistance unstability coefficient

Response unstability coefficient

Responsivity

Responsivity-background radiant flux characteristic
Responsivity directional distribution

Responsivity surface distribution
Responsivity-temperature characteristic

Rise time of the normalized transfer characteristic
Schottky-Barrier-Photodiode

Short-circuit mode of detector operation
Short-wavelength limit

Series resistance

Set-up time of the normalized transfer characteristic
Single-element detector

Spacing response non-uniformity

Specific detectivity

Specific detectivity-background radiant flux characteristic
Specific detectivity frequency dependence

Specific detectivity-temperature characteristic
Specific noise equivalent power

Spectral sensitivity

Spectral sensitivity range

Static resistance

Static responsivity

Total current

Total power dissipation

Total responsivity

Unit frequency bandwidth noise equivalent power
Voltage responsivity

Voltage responsivity of the phototransistor
Zero-bias mode of photovoltaic detector operation
Zero-bias resistance of a photodiode

Zero drift

Zero drift-temperature characteristic
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91
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186
80
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Aire efficace de I’élément détecteur
Angle d’ouverture

Angle solide efficace

Boitier du détecteur

Branchement du détecteur

Capacité

Caractéristique courant-tension
Caractéristique courant-tension d’entrée
Caractéristique courant-tension de sortie

162+ 167
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Caractéristique de fréquence de la réponse
Caractéristique de sensibilité spectrale absolue
Caractéristique de transmission inverse normalisée
Caractéristique de transmission normalisée

Cellule photoinductive

Coefficient de couplage photoélectrique

Coefficient de Iinstabilité de la réponse

Coefficient de 'instabilité de résistance

Coefficient de I'instabilité du courant d’obscurité
Coefficient de température de tension de régime
Coefficient de température du photocourant
Courant de bruit

Courant de signal photoélectrique

Courant d’obscurité

Courant d’obscurité collecteur-base de phototransistor
Courant d’obscurité collecteur-émettenr de phototransistor
Courant d’obscurité de base

Courant d’obscurité d’émetteur

Courant d’obscurité du collecteur

Courant d’obscurité émetteur-base de phototransistor
Courant d’obscurité émetteur-collecteur de phototransistor
Courant total

Courant total collecteur-base de phototransistor
Courant total collecteur-émetteur de phototransistor
Courant total de base de phototransistor

Courant total d’émetteur de phototransistor
Courant total du collecteur de phototransistor
Détecteur a élément unique

Détecteur a immersion

Détecteur a semi-conducteur photoélectrique
Détecteur hétérodyne

Détecteur multiple

Détectivité

Détectivité reduite

Diaphragme d’ouverture du détecteur

Dispersion de figure de meérite

Dispositif semiconducteur photosensible

Dissi pation totale de puissance

Distribution directionnelle de la réponse

Distribution superficielle de la réponse

Durée d’opération autonome

Ecartement

Flément a immersion du détecteur

Flément sensible du détecteur

Espacement des éléments

Facteur de multiplication de courant d’obscurité de photo-diode a avalanche
Facteur de multiplication de photocourant

Fenétre du détecteur

Fonctionnement du détecteur i circuit ouvert
Fonctionnement du détecteur a court-circuit
Frégquence de coupure

Gain de photocourant

Gain de photodiode a injection

Gain relatif

Gamme dynamique

Instabilité lumineuse

TLongueur d’onde de la sensibilité spectrale maximale
Nombre des éléments

Non-uniformité de la réponse spatiale

Part sensible spectrale

Pente de caractéristique éclairement-résistance
Photocourant
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101
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99
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136
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39



Photocourant de base de phototransistor

Photocourant d’émetteur de phototransistor

Photocourant du collecteur de phototransistor

Photodétecteur a plusieurs gammes

Photodétecteur refroidi

Photodiode

Photodiode a avalanche

Photodiode d’injection

Phototransistor

Phototransistor a effet de champ

Phototransistor bipolaire

Pin-photodiode

Puissance dissipée maximale admissible

Puissance équivalente au bruit

Puissance équivalente au bruit dans une bande passante des fréquences unitaires
Puissance équivalente au bruit du philra détecteur

Puissance réduite équivalente au bruit

Régime de fonctionnement du détecteur d’opération

Régime de fonctionnement du détecteur du résistance de charge
Régime de fonctionnement du détecteur photovoltaique
Régime de fonctionnement du détecteur photovoltaique au contretension de polarisation
Régime du phototransistor de basis flottante

Régime photodétecteur infrarouge limité par le rayonnement ambiant
Reéponse

Réponse a I’éclairement énergétique

Réponse a I’éclairenrent lumineux

Reéponse au flux énergétique

Réponse au flux lumineux

Réponse différentielle

Réponse d’impulsions

Réponse en courant

Réponse en courant du phototransistor

Réponse en tension

Réponse en tension du phototransistor

Reéponse globale

Réponse monochromatique

Réponse statique

Résistance différentielle électrique

Résistance d’obscurité

Résistance du point zéro de photodiode

Résistance série

Résistance sous éclairement

Résistance statique

Rigidité d’isolement

Sensibilité spectrale

Spectre de la tension de bruit

Spectre du courant de bruit

Temps de descente de caractéristique de transmission inverse normalisée
Temps de montée de caractéristique de transmission normalisée
Temps d’¢établissement de caractéristique de transmission normalisée
Tension de base

Tension de bruit

Tension de claquage collecteur-base de phototransistor

Tension de claquage collecteur-émetteur de phototransistor
Tension de claquage de photodiode

Tension de claquage émetteur-base de phototransistor

Tension de clagquage émetteur-collecteur de phototransistor
Tension d’émetteur

Tension de régime

Tension de service

Tension de signal photoélectrique

Tension du collecteur

Tension maximale admissible

(M3menennas peaakuns, Mam. Ne 1).
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HPHIOXEHHE 1
Cnpaeoyinoe

OBIIUE ITIOHATHUA, UCIIOJIL3YEMBIE B OBJIACTH @®OTODJEKTPUIECKUX
HOIYITPOBOJHUKOBBIX TIPUEMHHWKOB U3JIYIEHAA 1 ®OTOINNTPUEMHBIX YCTPOUCTB

Tepyiu

TToacHerme

8

9.

. DIEKTPOMATHUTHOE WALV IEHHE

. Onrnueckoe HINY4YEeHHE

. ¥abTpadMoneToBoe Hinyyenue
. Bunumoe u3nyaenne

. Indpakpacnoe niayuenne

. Pasnogecnoe ninyuenue

. Hemoaynnpopannoe u3nyyenne

. Moy nMpOBAHHOE M3NYUCHIE

DoTosnexrpuueckuii 3dext
DorosddexT

10. Buyrpennnii dorosnexkrpuuecknii -
thekT

Buytpernwii addext

11. Ddupexr nporoanMocTH

12. MoToranseanmaeckuii 3gdexr

13. @oTONPOROAMMOCTD

14. Cobcreennas (OTOOPOEOIUMOCTD

15. IIpumechas QoTONPOBOAUMOCTL

16. DoTodNeKTPOABHAYIIAS CHIA

DoTo-2C

17. PoTocurnan

TTporece MCNyCKAHMS 3MEKTPOMATHUTHBIX BOJTH.
Iprmeqanie. Iog TEPMIHOM «JEKTPOMATHUTHOS HATYIE-

HIle» CIENYET TIOHNMATE TAKKE H YXKE WATYICHHBIC 3NEKTPOMATHHT-

HEIC BOJTFEL

DINEKTPOMATHATHOE WANYICHIE, XAPAKTCPHIYIOMEecs MITIIHaMit
BOJTH, PACIONOXEHHBIMY B AHANa3oHe 3 - 1079—1073 m.

TIpumeyanue. ByKazsaHHOM JHANA30HE 31eKTPOMATHHTHEIE

BONHBI HanGonee SQHEKTHBEO H3VIAIOTCH OMTHTECKIMP METOIAMI,

IS KOTOPBIX XapaKTepHO (GOPMHUPOBAHNE HANPABIEHHEIX MTOTOKOBR

BNEKTPOMATHUTHEIX BONH ¢ TIOMOIIBK ONTHYECKHX CHCTEM

ONTIYecKOE MATYdeHNE, XAPAKTEPUIYIONICECH JUTHAMM BOIH, Pac-
TIONOKEHHBIMH B MHarnazone 5+ 1077—4 - 1077 m

ONTIYecKOe MATYdeHNE, XAPAKTEPUIYIONICECH JUTHAMM BOIH, Pac-
MOIOKEHHBIME B Aranasone 4+ 1077 —7,6-107 m

ONTIYecKOe MATYdeHNE, XAPAKTEPUIYIONICECH JUTHAMM BOIH, Pac-
MOTOXEeHHEIME B muanasone 7,6 - 107 —103 m

ANEKTPOMATHUTHOE WANTYYeHWE, HCITycKagMoe (U3IYecKoll cueTe-
MOH, HAXOJATIEHCH B TEPMOJMHAMHYCCKOM PABHOBECHH

MznyaeHne, He H3MEHAIOEECA BO BpeMeHN 33 NepHOL ero H3Mepe-
HISA

Hanyderve, M3MEHAIOMIEECH BO BPEMEHN C MOMOIIBKY MOTYIATO-
pOB

[Iporece MoOHOre MM YACTHIHOLO OCBOOOKISHNA 3apaiKeHHBIX
YACTHI] B BEIIECTRE B PE3YNETATE TOMOMEHN (JOTOHOB

[lepepacpeneneHie MEKTPOHOB 110 SHEPIeTIHICCKIM COCTOSHILAM
B TBEPILIX TEJIAX B PE3VIIETATE [OIVIOMEHHS OTOHOB

Hamenense 31eKTPpHIECKOro CONPOTHBICHNS HONVIPOBONHIKA,
OOVCNOBJICHHOE BHYTPEHHUM (QOTORIEKTPHUECKIM 3QHeKTOM

Bosmukroserre DJIC B 3/1eKIPOHHO-IHIPOTHOM Iepexoie Tubo ToKa
IpY BITIOUEHIH HNEPEX0na B BIEKIPHIECKYIO Lelb, MPONCXOIIIee B
pesyinerare pazaeneHist POTOHOCHTENEH 3NeKTPHIECKIUM TI0NIEM, 06VC-
JIOBNEHHEBIM HEOTHOPOIHOCTLIO MPOBOIHMKA.
Ilpusmeaganmue. Ilon tTepMiHOM «hOTOHOCHTENH» CINENVET
TIOHIMATE HOCHTENH SMEKTPIYECKOrO 3apsiga, TeHEepUpPOBAHHEIE B
MOTYIPOBONFHKE IO AEHCTBHEM ONTHICCKOrO W3TYICHHS
CBOMCTBO BEINECTBA HAMEHATH CBOK BIIEKTPOIPOBONHOCTE 0K Aeii-
CTBHEM OINTHYECKOIO M3TVIEH IS

@oTonpoBOAMMOCTE TTONYNPOBOJHWKA, OOYCTOBICHHAA TeHepa-
muell map BIeKIPOH MIPOBOLHMOCTH — HLIPKA NPOBOLIMOCTI, BO3HI-
Karome nox gefcTBHeM ONTHYECKOIO MATYIe HIis

doTonporogMMOCTE  MOTYNPOBOAHUKA, OOYCIOBNEHHAA WOHM3A-
el aToMOB NOHOPHON w (M) aKmenTopHoil mpumecel, BOIHHKAK-
el nop KelficTEHeM ONTHISCKOTO H3TYIeHS

DNeKTPONBIKYINAA CHI4, BOZHWKAII@AA B TMOTYNPOBOTHUKE HA
p—7 Tiepexone Moy AefcTBHEM ONTHYECKOTO W3ITydeHHA

Peakriiis mpueMANKa Ha ONTHYECKOE HATYICHIE

HPHIOXEHHE 2
Crpagounoe
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